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“PACOTE DE DISPOSITIVO INTEGRADO COMPREENDENDO PONTE EM 

CAMADA LITOGRÁFICA” 

Referência Cruzada a Pedido Relacionado  

[001]   Esse Pedido reivindica prioridade para 

e o benefício do Pedido não provisório N° 14/832.363, 

depositado no escritório de patentes e marcas dos Estados 

Unidos em 21 de Agosto de 2015, cujo conteúdo integral é 

aqui incorporado mediante referência. 

Antecedentes 

Campo 

[002]  Várias características se referem a um 

pacote de dispositivo integrado que inclui uma ponte em uma 

camada litográfica. 

Antecedentes 

[003]  A Figura 1 ilustra um pacote de 

dispositivo integrado 100 que inclui uma primeira pastilha 

102, uma segunda pastilha 104, e um substrato de pacote 

106. O substrato de pacote 106 inclui uma camada dielétrica 

e uma pluralidade de interconexões 110. O substrato de 

pacote 106 é um substrato laminado. A pluralidade de 

interconexões 110 inclui traços, elementos e/ou vias. A 

primeira pastilha 102 é acoplada ao substrato de pacote 106 

através do primeiro conjunto de esferas de solda 112 A 

segunda pastilha 104 é acoplada ao substrato de pacote 106 

através do segundo conjunto de esferas de solda 114. O 

substrato de pacote 106 é acoplado a uma placa de circuito 

impresso (PCB) 108 através do terceiro conjunto de esferas 

de solda 116. A figura 1 ilustra que a primeira pastilha 

102 é acoplada a segunda pastilha 104 através do primeiro 

conjunto de esferas de solda 112, interconectados a partir 

Petição 870190049839, de 28/05/2019, pág. 5/98



2/72 

 

da pluralidade de interconexões 110, e o segundo conjunto 

de esferas de solda 114. 

[004]  Uma desvantagem do pacote de dispositivo 

integrado 100, mostrado na Figura 1, é que ele cria um 

pacote de dispositivo integrado com um fator de forma que 

pode ser muito grande para as necessidades de dispositivos 

de computação móveis e/ou dispositivos de computação úteis. 

Isto pode resultar em um pacote que é muito grande e/ou 

espesso demais. Isto é, a configuração de pacote de 

dispositivo integrado mostrada na FIG. 1 pode ser muito 

espessa e/ou ter uma área de superfície muito grande para 

satisfazer as necessidades e/ou requisitos de dispositivos 

de computação móveis e/ou dispositivos de computação úteis. 

[005]  Outra desvantagem do pacote de 

dispositivo integrado 100 é que a configuração da 

pluralidade de interconexões 110 não proporciona 

interconexões de alta densidade entre a primeira pastilha 

102 e a segunda pastilha 104. Isto limita grandemente o 

número de interconexões que podem existir entre a primeira 

pastilha 102 e a segunda pastilha 104, portanto, limitando 

a largura de banda de comunicação entre a primeira pastilha 

102 e a segunda pastilha 104. 

[006]  Portanto, existe uma necessidade de um 

pacote de dispositivo integrado que inclua interconexões de 

alta densidade entre pastilhas. Idealmente, tal pacote de 

dispositivo integrado terá um melhor fator de forma, prover 

uma rede de distribuição de energia melhorada (por exemplo, 

roteamento de potência aperfeiçoado para e de pastilhas), 

enquanto ao mesmo tempo satisfaz as necessidades e/ou 

requisitos de dispositivos de computação móveis e/ou 
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dispositivos de computação úteis. 

Sumário 

[007]  Várias características se referem a um 

pacote de dispositivo integrado que inclui uma ponte em uma 

camada litográfica. 

[008]  Um primeiro exemplo proporciona uma base 

de pacote de dispositivo integrado que inclui uma porção de 

encapsulamento e uma porção de redistribuição acoplada à 

porção de encapsulamento. A porção de encapsulamento inclui 

uma camada de encapsulamento, uma ponte pelo menos 

parcialmente embutida na camada de encapsulamento, e uma 

primeira via na camada de encapsulamento. A ponte é 

configurada para fornecer um primeiro caminho elétrico para 

um primeiro sinal entre uma primeira pastilha e uma segunda 

pastilha. A primeira via é acoplada à ponte. A primeira via 

e a ponte são configuradas para fornecer um segundo caminho 

elétrico para um segundo sinal para a primeira pastilha. A 

parte de redistribuição inclui pelo menos uma camada 

dielétrica e pelo menos uma interconexão, em pelo menos uma 

camada dielétrica, acoplada à primeira via. 

[009]  Um segundo exemplo proporciona uma base 

de pacote de dispositivo integrado que inclui uma porção de 

encapsulamento e uma porção de redistribuição acoplada à 

porção de encapsulamento. A porção de encapsulamento inclui 

uma camada de encapsulamento, meios, pelo menos 

parcialmente embutidos na camada de encapsulamento, para 

prover um primeiro caminho elétrico para um primeiro sinal 

entre uma primeira pastilha e uma segunda pastilha, e uma 

primeira via na camada de encapsulamento. A primeira 

pastilha é acoplada ao dispositivo para fornecer o primeiro 
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caminho elétrico para o primeiro sinal entre a primeira 

pastilha e a segunda pastilha. A primeira via e o meio para 

fornecer o primeiro caminho elétrico para o primeiro sinal 

entre a primeira pastilha e a segunda pastilha, são 

configurados para fornecer um segundo caminho elétrico para 

um segundo sinal para a primeira pastilha. A parte de 

redistribuição inclui pelo menos uma camada dielétrica, e 

pelo menos uma interconexão, em pelo menos uma camada 

dielétrica, acoplada à primeira via. 

[0010]  Um terceiro exemplo proporciona um 

pacote de dispositivo integrado que inclui uma primeira 

pastilha, uma segunda pastilha, e uma base acoplada a 

primeira pastilha e a segunda pastilha. A base inclui uma 

porção de encapsulamento acoplada a primeira pastilha e a 

segunda pastilha, e uma porção de redistribuição acoplada à 

porção de encapsulamento. A porção de encapsulamento inclui 

uma camada de encapsulamento, uma ponte pelo menos 

parcialmente embutida na camada de encapsulamento, e uma 

primeira via na camada de encapsulamento. A ponte é 

configurada para fornecer um primeiro caminho elétrico para 

um primeiro sinal entre a primeira pastilha e a segunda 

pastilha. A primeira via é acoplada à ponte. A primeira via 

e a ponte são configuradas para fornecer um segundo caminho 

elétrico para um segundo sinal para a primeira pastilha. A 

porção de redistribuição inclui pelo menos uma camada 

dielétrica, e pelo menos uma interconexão, em pelo menos 

uma camada dielétrica, acoplada à primeira via. 

[0011]  Um quarto exemplo proporciona um pacote 

de dispositivo integrado que inclui uma primeira pastilha, 

uma segunda pastilha, e uma base acoplada a primeira 
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pastilha e a segunda pastilha. A base inclui uma porção de 

encapsulamento acoplada a primeira pastilha e a segunda 

pastilha, e uma porção de redistribuição acoplada à porção 

de encapsulamento. A porção de encapsulamento inclui uma 

camada de encapsulamento, meios, pelo menos parcialmente 

embutidos na camada de encapsulamento, para prover um 

primeiro caminho elétrico para um primeiro sinal entre a 

primeira pastilha e a segunda pastilha, e uma primeira via 

na camada de encapsulamento. A primeira via é acoplada ao 

meio para fornecer o primeiro caminho elétrico para o 

primeiro sinal entre a primeira pastilha e a segunda 

pastilha. A primeira via, e o dispositivo para fornecer o 

primeiro caminho elétrico, para o primeiro sinal, entre a 

primeira pastilha e a segunda pastilha, são configurados 

para fornecer um segundo caminho elétrico para um segundo 

sinal para a primeira pastilha. A porção de redistribuição 

inclui pelo menos uma camada dielétrica, e pelo menos uma 

interconexão, em pelo menos uma camada dielétrica, acoplada 

à primeira via. 

Descrição das Figuras 

[0012]   Várias características, natureza e 

vantagens podem se tornar evidentes a partir da descrição 

detalhada apresentada a seguir quando tomada em conjunto 

com os desenhos nos quais caracteres de referência 

semelhantes identificam, de forma correspondente. 

[0013]  A Figura 1 ilustra um pacote de 

dispositivo integrado compreendendo duas pastilhas. 

[0014]  A Figura 2 ilustra um exemplo de um 

pacote de dispositivo integrado compreendendo uma ponte de 

interconexão de alta densidade, com as vias através de 
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substrato, em uma camada de encapsulamento.  

[0015]  A figura 3 ilustra um exemplo de um 

pacote de dispositivo integrado compreendendo uma ponte de 

interconexão de alta densidade, com as vias através de 

substrato, em uma camada de encapsulamento. 

[0016]  A Figura 4 ilustra um exemplo de uma 

vista de perfil de uma ponte de interconexão de alta 

densidade com as vias através de substrato (TSVs). 

[0017]  A Figura 5 ilustra um exemplo de uma 

vista plana de uma ponte de interconexão de alta densidade 

com as vias através de substrato (TSVs). 

[0018]  A Figura 6 ilustra um exemplo de uma 

vista de perfil de uma base de pacote de dispositivo 

integrado compreendendo uma ponte de interconexão de alta 

densidade, com as vias através de substrato, em uma camada 

de encapsulamento. 

[0019]  A Figura 7 ilustra outro exemplo de uma 

vista de perfil de uma base de pacote de dispositivo 

integrado compreendendo uma ponte de interconexão de alta 

densidade, com as vias através de substrato, em uma camada 

de encapsulamento. 

[0020]  A Figura 8 ilustra um exemplo de uma 

vista de perfil de uma base de pacote de dispositivo 

integrado compreendendo uma ponte de interconexão de alta 

densidade, com as vias através de substrato, em uma camada 

de encapsulamento. 

[0021]  A Figura 9 ilustra outro exemplo de uma 

vista de perfil de uma base de pacote de dispositivo 

integrado compreendendo uma ponte de interconexão de alta 

densidade, com as vias através de substrato, em uma camada 
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de encapsulamento. 

[0022]  A Figura 10 ilustra um exemplo de uma 

vista de perfil de um pacote de dispositivo integrado 

compreendendo uma ponte de interconexão de alta densidade, 

com as vias através de substrato, em uma camada de 

encapsulamento. 

[0023]  A Figura 1 ilustra uma sequência 

exemplar para a produção/fabricação de uma ponte de 

interconexão de alta densidade com vias através de 

substrato direto (TSVs) 

[0024]  A Figura 12 ilustra um diagrama de fluxo 

exemplar de um método para fornecer/fabricar uma ponte de 

interconexão de alta densidade com vias através de 

substrato direto (TSVs). 

[0025]  A Figura 13 (compreendendo as Figuras 

13A - 13C) ilustra uma sequência exemplar para 

fornecer/fabricar um pacote de dispositivo integrado 

compreendendo uma ponte de alta densidade, com as vias 

através de substrato (TSVs), em uma camada de 

encapsulamento. 

[0026]  A Figura 14 ilustra um fluxograma 

exemplar de um método para a produção/fabricação de um 

pacote de dispositivo integrado que compreende uma ponte de 

alta densidade, com as vias através de substrato (TSVs), em 

uma camada de encapsulamento. 

[0027]  A Figura 15 ilustra um exemplo de um 

processo de padronização parcialmente aditiva (SAP). 

[0028]  A Figura 16 ilustra um exemplo de 

diagrama de fluxo de um processo de padronização 

parcialmente aditiva (SAP) 
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[0029]  A Figura 17 ilustra um exemplo de um 

processo de damasceno. 

[0030]  A Figura 18 ilustra um exemplo de um 

fluxograma de um processo de damasceno. 

[0031]  A Figura 19 ilustra vários dispositivos 

eletrônicos que podem integrar um pacote de dispositivo 

integrado, dispositivo semicondutor, uma pastilha, um 

circuito integrado e/ou PCB descrito aqui. 

Descrição Detalhada 

[0032]  Na descrição a seguir, são dados 

detalhes específicos para proporcionar uma compreensão 

completa dos vários aspectos da descrição. Entretanto, será 

entendido por alguém versado na técnica que os aspectos 

podem ser praticados sem estes detalhes específicos. Por 

exemplo, circuitos podem ser mostrados em diagramas de 

bloco a fim de evitar obscurecer os aspectos em detalhes 

desnecessários. Em outros casos, circuitos bem conhecidos, 

estruturas e técnicas podem não ser mostradas em detalhes a 

fim de não obscurecer os aspectos da revelação. 

Visão geral 

[0033]  Algumas características pertencem a um 

pacote de dispositivo integrado que inclui uma primeira 

pastilha, uma segunda pastilha, e uma base (por exemplo, 

uma base de pacote de dispositivo integrado) acoplada a 

primeira pastilha e a segunda pastilha. A base inclui uma 

porção de encapsulamento e uma porção de redistribuição 

acoplada à porção de encapsulamento. A porção de 

encapsulamento é acoplada a primeira pastilha e a segunda 

pastilha. A porção de encapsulamento inclui uma camada de 

encapsulamento, uma ponte, e uma primeira via. A camada de 
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encapsulamento pode ser um material litográfico (por 

exemplo, material litográfico por processo de 

fotolitografia) A ponte é pelo menos parcialmente embutida 

na camada de encapsulamento. A ponte é configurada para 

fornecer um primeiro caminho elétrico para um primeiro 

sinal (por exemplo, sinal de entrada/saída) entre a 

primeira pastilha e a segunda pastilha. A primeira via está 

na camada de encapsulamento. A primeira via é acoplada à 

ponte. A primeira via e a ponte são configuradas para 

fornecer um segundo caminho elétrico para um segundo sinal 

(por exemplo, sinal de energia, sinal de referência terra) 

para a primeira pastilha. Em algumas implementações, a 

primeira via tem uma seção transversal de perfil que 

compreende uma forma em V ou uma forma em U. A porção de 

redistribuição inclui pelo menos uma camada dielétrica, e 

pelo menos uma interconexão na pelo menos uma camada 

dielétrica. A pelo menos uma interconexão é acoplada à 

primeira via. Em algumas implementações, a ponte inclui um 

substrato, uma camada dielétrica, um primeiro conjunto de 

interconexões configurado para fornecer o primeiro caminho 

elétrico para o primeiro sinal entre a primeira pastilha e 

a segunda pastilha. A ponte também inclui uma via através 

de substrato (TSV) atravessar pelo menos o substrato. A TSV 

é acoplada a primeira via. A TSV é configurada para 

fornecer o segundo caminho elétrico para o segundo sinal 

para a primeira pastilha. Em algumas implementações, a TSV 

atravessa o substrato e a camada dielétrica da ponte. 

[0034]  Uma interconexão é um elemento ou 

componente de um dispositivo (por exemplo, dispositivo 

integrado, pacote de dispositivo integrado, pastilha) e/ou 
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uma base (por exemplo, base de pacote de dispositivo 

integrado, substrato de pacote, placa de circuito impresso, 

elemento de interposição) que permite ou facilita uma 

conexão elétrica entre dois pontos, elementos e/ou 

componentes. Em algumas implementações, uma interconexão 

pode incluir um traço, uma camada, um elemento, uma coluna, 

uma camada metálica de redistribuição, e/ou uma camada de 

metalização sob impacto (UBM). Em algumas implementações, 

uma interconexão é um material eletricamente condutor que 

proporciona um caminho elétrico para um sinal (por exemplo, 

sinal de dados, sinal terra, sinal de energia). Uma 

interconexão pode incluir mais de um elemento/componente. 

Um conjunto de interconexões pode incluir uma ou mais 

interconexões. 

[0035]  Camada de redistribuição ou camada 

metálica de redistribuição é uma camada metálica de uma 

porção de redistribuição de um dispositivo integrado, 

pacote de dispositivo integrado, e/ou base de pacote de 

dispositivo integrado. Uma camada de redistribuição pode 

incluir uma ou mais interconexões de redistribuição, as 

quais são formadas na mesma camada metálica da porção de 

redistribuição. Parte de redistribuição de um dispositivo 

integrado ou pacote de dispositivo integrado pode incluir 

diversas camadas de redistribuição, cada camada de 

redistribuição pode incluir uma ou mais interconexões de 

redistribuição. Assim, por exemplo, uma porção de 

redistribuição pode incluir uma primeira interconexão de 

redistribuição em uma primeira camada de redistribuição, e 

uma segunda interconexão de redistribuição em uma segunda 

camada de redistribuição que é diferente da primeira camada 
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de redistribuição. 

[0036]  A camada/material litográfica (por 

exemplo, camada litográfica) é um material que é foto 

padronizável e revelável (por exemplo, litográfico). Isto 

é, a camada/material litográfica é feita de um material que 

pode ser padronizado, desenvolvido, gravado e/ou removido 

(por exemplo, através de um processo litográfico) através 

da exposição do material a uma fonte de luz (por exemplo, 

luz ultravioleta (UV)) através de uma máscara (por exemplo, 

máscara fotográfica). 

Pacote de Dispositivo Integrado Exemplar Compreendendo 

Ponte em Camada Litográfica 

[0037]  A Figura 2 ilustra um exemplo de um 

pacote de dispositivo integrado que inclui interconexões de 

pastilha/pastilha de alta densidade. Especificamente, a 

Figura 2 ilustra um exemplo de um pacote de dispositivo 

integrado 200 que inclui uma base 201, uma primeira 

pastilha 202, uma segunda pastilha 204, e uma ponte 210. A 

ponte 210 pode ser configurada para prover interconexões de 

pastilha para pastilha de alta densidade. O pacote de 

dispositivo integrado 200 pode ser acoplado a uma placa de 

circuito impresso (PCB) 205. 

[0038]  Base 201 pode ser uma base de pacote de 

dispositivo integrado. Por exemplo, a base 201 pode ser um 

substrato de pacote. A base 201 inclui uma porção de 

encapsulamento 206 e uma porção de redistribuição 208. A 

porção de encapsulamento 206 é acoplada à porção de 

redistribuição 208. A porção de encapsulamento 206 inclui 

uma camada de encapsulamento 260, a ponte 210, e pelo menos 

uma via (por exemplo, através de 266) que é acoplada à 
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ponte 210. A ponte 210 é pelo menos parcialmente embutida 

na camada de encapsulamento 260. A ponte 210 e é 

configurado para fornecer um primeiro caminho elétrico para 

um primeiro sinal (por exemplo, sinal de entrada/saída) 

entre a primeira pastilha 202 e a segunda pastilha 204. A 

pelo menos uma via e a ponte 210 são configuradas para 

fornecer um segundo caminho elétrico para um segundo sinal 

(por exemplo, sinal de energia) para a primeira pastilha 

202. 

[0039]  Conforme mostrado na Figura 2, a 

primeira pastilha 202 é acoplada à base 201 através de um 

primeiro conjunto de interconexões 220. O primeiro conjunto 

de interconexões 220 pode incluir postes, pilares e/ou 

solda. A segunda pastilha 204 é acoplada à base 201 através 

de um segundo conjunto de interconexões 240. O segundo 

conjunto de interconexões 240 pode incluir postes, pilares 

e/ou solda. 

Ponte de Interconexão de Alta Densidade Compreendendo Vias 

Através de Substrato 

[0040]  A Figura 2 ilustra que a ponte 210 é 

localizada pelo menos parcialmente na base 201. 

Especificamente, a ponte 210 é pelo menos parcialmente 

embutida na porção de encapsulamento 206. Conforme mostrado 

na Figura 2, a ponte 210 é pelo menos parcialmente embutida 

na camada de encapsulamento 260. A ponte 210 pode 

compreender uma ponte de silício, uma ponte de vidro e/ou 

uma ponte de cerâmica. Como mencionado acima, a ponte 210 é 

configurada para fornecer interconexões de 

pastilha/pastilha de alta densidade no pacote de 

dispositivo integrado. Por exemplo, a ponte 210 é 
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configurada para fornecer interconexões de alta densidade 

entre a primeira pastilha 202 e a segunda pastilha 204 (por 

exemplo, trajetos elétricos de alta densidade para sinais 

(por exemplo, sinais de entrada/saída) entre a primeira 

pastilha 202 e a segunda pastilha 204). Assim, em um 

exemplo, a ponte 210 pode ser configurada para fornecer 

pelo menos um primeiro caminho elétrico para pelo menos um 

primeiro sinal entre a primeira pastilha 202 e a segunda 

pastilha 204. O pelo menos um primeiro caminho elétrico 

para o primeiro sinal pode incluir e/ou pode ser definido 

por várias interconexões (por exemplo, traços, vias) na 

ponte 210. Tais interconexões que definem o pelo menos um 

primeiro caminho elétrico são adicionalmente descritas em 

detalhes abaixo em pelo menos as figuras 4-5. 

[0041]  Interconexões de alta densidade e/ou 

caminhos elétricos de alta densidade podem se referir a 

qualquer densidade de fiação ou conexões por unidade de 

área do que as placas de circuito impresso convencionais e 

podem compreender linhas mais finas e passo, menores vias e 

elementos de captura, bem como densidade de placa de 

conexão mais alta. Interconexões de alta densidade podem 

assim ser úteis para reduzir o tamanho, a espessura, o 

peso, etc. do pacote e/ou dispositivo assim como melhorar o 

desempenho elétrico e térmico. Interconexões de alta 

densidade podem ser definidas por interconexões que incluem 

uma largura de cerca de 2 mícrons (µm) ou menos, um passo 

de cerca de 4 mícrons (µm) ou menos, e/ou um espaçamento de 

cerca de 2 mícrons (µm) ou menos. O passo de interconexões 

pode ser uma distância central a central entre duas 

interconexões adjacentes. O espaçamento das interconexões 
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pode ser uma distância de borda a borda entre duas 

interconexões adjacentes. Exemplos de largura, passo e 

espaçamento para interconexões de alta densidade são 

adicionalmente descritos abaixo em pelo menos As Figuras 4-

5. 

[0042]  A ponte 210 pode incluir um substrato, 

uma camada dielétrica, um conjunto de interconexões de alta 

densidade (por exemplo, traços, vias) e pelo menos uma via 

através de substrato (TSV) O substrato pode compreender 

silício, vidro e/ou cerâmica. O substrato, a camada 

dielétrica, o conjunto de interconexões de alta densidade 

(por exemplo, traços, vias), e a via através de substrato 

(TSV) da ponte 210 não é numerado ou rotulado na figura 2 

Entretanto, uma ponte exemplar detalhada é ilustrada e 

descrita abaixo em pelo menos As Figuras 4-5. 

[0043]  Conforme mostrado na Figura 2, a 

primeira pastilha 202 é acoplada a (por exemplo, em 

comunicação com) a segunda pastilha 204 através de pelo 

menos a ponte 210. Especificamente, a Figura 2 ilustra que 

a primeira pastilha 202 é acoplada a segunda pastilha 204 

através do primeiro conjunto de interconexões 220, 

interconexões (por exemplo, vias, traços) na ponte 210, e o 

segundo conjunto de interconexões 240. Em algumas 

implementações, o primeiro conjunto de interconexões 220, 

interconecta (por exemplo, vias, traços) na ponte 210, e o 

segundo conjunto de interconexões 240 provê diversos 

trajetos elétricos de alta densidade para sinais (por 

exemplo, entrada/saída de sinais) entre a primeira pastilha 

202 e a segunda pastilha 204. 

[0044]  Em algumas implementações, pelo menos um 
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via através de substrato (TSV) é configurado para prover 

pelo menos um caminho elétrico para um sinal de energia 

e/ou um sinal de referência terra para e/a partir de uma 

pastilha acoplada à ponte 210. A figura 2 ilustra que pelo 

menos um sinal de energia e/ou um sinal de referência terra 

pode atravessar através da ponte 210 para a primeira 

pastilha 202 e/ou a segunda pastilha 204. Por exemplo, a 

ponte 210 é configurada para fornecer um segundo caminho 

elétrico para um segundo sinal (por exemplo, sinal de 

energia) para a primeira pastilha 202. 

[0045]  Existem várias vantagens para a provisão 

de uma ponte que inclui pelo menos um TSV configurado para 

fornecer um caminho elétrico para um sinal de energia e/ou 

sinal de referência terra para e de uma ou mais pastilhas. 

Primeiro, um caminho elétrico através da ponte 210 é um 

caminho mais direto para e de uma pastilha, que significa 

um trajeto mais curto para e a partir da pastilha. Segundo, 

um caminho elétrico através da ponte 210 significa que o 

caminho elétrico não precisa ser roteado em torno da ponte, 

poupar espaço e imóvel na base 201, que pode resultar em um 

fator de forma menor global para o pacote de dispositivo 

integrado 200. Terceiro, um caminho mais direto para o 

sinal de energia e/ou sinal de referência terra significa 

que menos material é usado, desse modo reduzindo o custo de 

fabricação do pacote de dispositivo integrado. 

[0046]  Quarto, a comunicação de 

pastilha/pastilha de alta frequência através de uma ponte 

pode exigir uma pastilha/pastilha (D2D) amortecedor (que 

não é mostrado) Em algumas implementações, o armazenador 

temporário D2D é localizado em uma pastilha acoplada a uma 
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ponte (por exemplo, na porção de pastilha que é 

verticalmente sobre a ponte) que é adaptado e/ou 

configurado para fornecer comunicação pastilha/pastilha. 

Cada pastilha que é acoplada a uma ponte pode incluir seu 

próprio armazenador D2D respectivo. O armazenador 

temporário D2D pode incluir pelo menos um transistor. O 

armazenador temporário D2D pode precisar de um suprimento 

de energia (por exemplo, sinal de energia) e pode ser 

importante ter a menor queda de tensão de potência possível 

no sinal (por exemplo, no sinal de energia) para o 

armazenador temporário D2D (por exemplo, para um transistor 

do armazenador temporário D2D) Isto pode ser obtido pelo 

direcionamento do sinal de energia para o armazenador 

temporário D2D (por exemplo, D2D da pastilha) através da 

ponte. Uma pastilha pode ter uma interconexão com a memória 

intermediária D2D, que tem uma espessura de metal (por 

exemplo, espessura de cobre) de cerca de 2 mícrons (µm) ou 

menos e um comprimento lateral maior do que 1000 mícrons 

(µm), que produz uma alta queda de IR no sinal de energia, 

em que IR é uma resistência de corrente. Em contraste, uma 

interconexão através de uma ponte para o armazenador D2D 

pode ter um comprimento de cerca de 100 mícrons (µm) e uma 

espessura de metal (por exemplo, espessura de cobre) de 

cerca de 10 mícrons (µm), que fornece menos queda de tensão 

para o armazenador temporário D2D, e assim provê um 

desempenho de comunicação de pastilha/pastilha 

aperfeiçoado. 

[0047]  A Figura 2 mostra uma ilustração de alto 

nível de uma ponte de interconexão de alta densidade (por 

exemplo, ponte 210) que inclui pelo menos um TSV 
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configurado para prover pelo menos um caminho elétrico para 

um sinal de energia e/ou sinal de referência terra para e 

de pelo menos uma pastilha. Como mencionado acima, uma 

descrição mais detalhada de pontes de alta densidade que 

incluem a pelo menos uma TSV configurada para fornecer um 

caminho elétrico para sinais de potência e/ou sinais de 

referência de terra são adicionalmente ilustrados e 

descritos abaixo pelo menos nas Figuras 4 a 10. 

Base de Pacote de Dispositivo Integrado compreendendo Ponte 

de Interconexão de Alta Densidade que inclui TSVs 

[0048]  Como mencionado acima, a base 201 inclui 

a porção de encapsulamento 206 e a porção de redistribuição 

a base 201 pode ser uma base de pacote de dispositivo 

integrado e/ou um substrato de pacote do pacote de 

dispositivo integrado 200. 

[0049]  A porção de encapsulamento 206 inclui 

uma camada de encapsulamento 260, um primeiro conjunto de 

vias 262, um segundo conjunto de vias 264, um terceiro 

conjunto de vias 266, e um quarto conjunto de vias 268. Um 

conjunto de vias pode incluir uma ou mais vias. A camada de 

encapsulamento 260 pode incluir um de pelo menos um molde 

e/ou um enchimento de epóxi. Em algumas implementações, a 

camada de encapsulamento 260 pode ser uma camada 

litográfica - padronizada (por exemplo, camada litográfica) 

A camada litográfica é um material que é foto padronizado e 

revelável (por exemplo, litográfico) Isto é, a camada de 

encapsulamento 260 é feita de um material que pode ser 

padronizado, desenvolvido, causticada e/ou removida através 

da exposição do material a uma fonte de luz (por exemplo, 

luz ultravioleta (UV)) A ponte 210 é pelo menos 
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parcialmente embutida na porção de encapsulamento 206 e/ou 

na camada de encapsulamento 260. Assim, a porção de 

encapsulamento 206 e/ou a camada de encapsulamento 260 

encapsula, pelo menos parcialmente, a camada de 

encapsulamento ponte 210. A camada de encapsulamento 260 

pode ser um molde e/ou um enchimento de epóxi. Em algumas 

implementações, a camada de encapsulamento 260 é uma camada 

que inclui carga. Em algumas implementações, a camada de 

encapsulamento 260 pode ter concentração mais alta de 

material de enchimento do que uma Poliimida (PI) camada 

e/ou uma camada de poli benzoxazol (PBO). 

[0050]  O primeiro conjunto de vias 262 

atravessa verticalmente pelo menos parte da camada de 

encapsulamento 260. Assim, o primeiro conjunto de vias 262 

é localizado e/ou embutido na camada de encapsulamento 230. 

O primeiro conjunto de vias 262 é acoplado à porção de 

redistribuição 208. O primeiro conjunto de vias 262 é 

também acoplado a primeira pastilha 202 através do primeiro 

conjunto de interconexões 220. Em algumas implementações, a 

porção de encapsulamento 206 inclui um conjunto de 

elementos. O conjunto de blocos pode ser acoplado ao 

primeiro conjunto de vias 262 e o primeiro conjunto de 

interconexões 220. Exemplos de blocos em uma parte de 

encapsulamento são adicionalmente descritos abaixo em pelo 

menos nas figuras 6-10. 

[0051]  O segundo conjunto de vias 264 atravessa 

verticalmente pelo menos parte da camada de encapsulamento 

260. Assim, o segundo conjunto de vias 264 é localizado 

e/ou embutido na camada de encapsulamento 230. O segundo 

conjunto de vias 264 é acoplado à porção de redistribuição 
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208. O segundo conjunto de vias 264 é também acoplado a 

segunda pastilha 204 através do segundo conjunto de 

interconexões 240. Em algumas implementações, a porção de 

encapsulamento 206 inclui um conjunto de elementos. O 

conjunto de blocos pode ser acoplado ao segundo conjunto de 

vias 264 e o segundo conjunto de interconexões 240. 

[0052]  O terceiro conjunto de vias 266 

atravessa verticalmente pelo menos parte da camada de 

encapsulamento 260. Assim, o terceiro conjunto de vias 266 

é localizado e/ou embutido na camada de encapsulamento 230. 

O terceiro conjunto de vias 266 é acoplado à porção de 

redistribuição 208. O terceiro conjunto de vias 266 é 

também acoplado a primeira pastilha 202 através da ponte 

210 e o primeiro conjunto de interconexões 220. O terceiro 

conjunto de vias 266 é acoplado às vias através de 

substrato (TSVs) da ponte 210. Em algumas implementações, a 

porção de encapsulamento 206 inclui um conjunto de blocos. 

O conjunto de elementos pode ser acoplado à ponte 210 e ao 

primeiro conjunto de interconexões 220. 

[0053]  Em algumas implementações, o terceiro 

conjunto de vias 266 é configurado para fornecer pelo menos 

um caminho elétrico para, pelo menos, um sinal de energia 

e/ou pelo menos um sinal de referência terra para e de uma 

pastilha (por exemplo, primeira pastilha 202), através da 

ponte 210. Por exemplo, em algumas implementações, uma via 

(por exemplo, a partir das vias 266) e a ponte 210 podem 

ser configuradas para fornecer um segundo caminho elétrico 

para um segundo sinal (por exemplo, sinal de energia) para 

a primeira pastilha 202. 

[0054]  O quarto conjunto de vias 268 atravessa 

Petição 870190049839, de 28/05/2019, pág. 23/98



20/72 

 

verticalmente pelo menos parte da camada de encapsulamento 

260. O quarto conjunto de vias 268 é acoplado à parte de 

redistribuição 208. O quarto conjunto de vias 268 é também 

acoplado a segunda pastilha 204 através da ponte 210 e do 

segundo conjunto de interconexões 240. O quarto conjunto de 

vias 268 é acoplado às vias através de substrato (TSVs) da 

ponte 210. Em algumas implementações, a porção de 

encapsulamento 206 inclui um conjunto de elementos. O 

conjunto de blocos pode ser acoplado à ponte 210 e ao 

segundo conjunto de interconexões 240. 

[0055]  Em algumas implementações, o quarto 

conjunto de vias 268 é configurado para fornecer pelo menos 

um caminho elétrico para pelo menos um sinal de energia 

e/ou pelo menos um sinal de referência terra para e de uma 

pastilha (por exemplo, segunda pastilha 204), através da 

ponte 210. 

[0056]  Em algumas implementações, as vias na 

porção de encapsulamento 206 são vias que têm uma 

largura/diâmetro de cerca de 10 mícrons (µm) ou menos, e/ou 

um espaçamento de cerca de 10 mícrons (µm) ou menos. Assim, 

em algumas implementações, as vias na porção de 

encapsulamento 206 são interconexões que têm densidade mais 

baixa do que as interconexões na ponte 210. Em algumas 

implementações, pelo menos uma maioria das vias na porção 

de encapsulamento 206 tem densidade mais baixa (por 

exemplo, maior largura, maior espaçamento) do que as 

interconexões (por exemplo, traços, vias) na ponte 210. 

[0057]  As vias (por exemplo, primeiro conjunto 

de vias 262, segundo conjunto de vias 264, terceiro 

conjunto de vias 266, quarto conjunto de vias 268) podem 
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ter diferentes formatos e tamanhos. Vários exemplos de 

formatos para as vias na camada de encapsulamento são 

adicionalmente ilustrados e descritos abaixo em pelo menos 

As Figuras 6-10. 

[0058]  A parte de redistribuição 208 inclui um 

conjunto de camadas dielétricas 280, e um conjunto de 

interconexões 282. O conjunto de camadas dielétricas 280 

pode incluir uma ou mais camadas dielétricas. Conforme 

mostrado na Figura 2, a porção de redistribuição 208 é 

acoplada a uma primeira superfície (por exemplo, superfície 

inferior) da porção de encapsulamento 206. O conjunto de 

interconexões 282 pode incluir um traço, uma via, um bloco, 

interconexão de redistribuição, e/ou uma metalização sob 

impacto (UBM) camada. Conforme mostrado adicionalmente na 

FIG. 2, O conjunto de interconexões 282 inclui 

interconexões de redistribuição e camadas UBM. O conjunto 

de interconexões 282 é acoplado ao primeiro conjunto de 

vias 262, o segundo conjunto de vias 264, o terceiro 

conjunto de vias 266, e o quarto conjunto de vias 268. 

Alguns do conjunto de interconexões 282 podem ser 

configurados para prover pelo menos um caminho elétrico 

para pelo menos um sinal de energia e/ou pelo menos um 

sinal de referência terra. Em algumas implementações, o 

conjunto de interconexões 282 na parte de redistribuição 

208 e são interconexões que têm uma largura de cerca de 5 

mícrons (µm) ou menos, e/ou um espaçamento de cerca de 5 

mícrons (µm) ou menos. Exemplos mais detalhados de várias 

porções de redistribuição são adicionalmente descritos em 

pelo menos As Figuras de 6 a. a figura 2 ilustra um 

conjunto de esferas de solda 284 que é acoplada ao conjunto 
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de interconexões 282. Em algumas implementações, o conjunto 

de esferas de solda 284 é acoplado às camadas UBM do 

conjunto de interconexões 282. O conjunto de esferas de 

solda 284 é acoplado à PCB 205. 

[0059]  Embora não mostrado, o pacote de 

dispositivo integrado 200 também pode incluir outra camada 

de encapsulamento que cobre a primeira pastilha 202 e a 

segunda pastilha 204. A camada de encapsulamento pode 

incluir um de pelo menos um molde e/ou um enchimento de 

epóxi. 

Pacote de Dispositivo Integrado Exemplar compreendendo 

Ponte em Camada de Litográfica 

[0060]  A Figura 3 ilustra outro exemplo de um 

pacote de dispositivo integrado que inclui interconexões de 

pastilha/pastilha de alta densidade. Especificamente, a 

Figura 3 ilustra um exemplo de um pacote de dispositivo 

integrado 300 que inclui uma base 301, a primeira pastilha 

202, a segunda pastilha 204, e a ponte 210. A base 301 pode 

ser uma base de pacote de dispositivo integrado e/ou um 

substrato de pacote do pacote de dispositivo integrado 300. 

A base 301 inclui a porção de encapsulamento 206 e uma 

porção de redistribuição 308. O pacote de dispositivo 

integrado 300 é acoplada à placa de circuito impresso (PCB) 

205. 

[0061]  O pacote de dispositivo integrado 300 é 

similar à pacote de dispositivo integrado 200, exceto que 

em algumas implementações, a porção de redistribuição 308 

inclui uma configuração diferente de interconexões. 

[0062]  Conforme mostrado na Figura 3, a 

primeira pastilha 202 é acoplada à base 201 através do 
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primeiro conjunto de interconexões 220. O primeiro conjunto 

de interconexões 220 pode incluir postes, pilares e/ou 

solda. A segunda pastilha 204 é acoplada à base 201 através 

do conjunto de interconexões 240. O segundo conjunto de 

interconexões 240 pode incluir postes, pilares e/ou solda. 

[0063]  Como mostrado na FIG. 3, a porção de 

redistribuição 308 é acoplada à saída porção de 

encapsulamento 206. A porção de redistribuição 308 inclui 

um conjunto de camadas dielétricas 280, e um conjunto de 

interconexões 382. O conjunto de camadas dielétricas 280 

pode incluir uma ou mais camadas dielétricas. Conforme 

mostrado na Figura 3, a porção de redistribuição 308 é 

acoplada a uma primeira superfície (por exemplo, superfície 

inferior) da porção de encapsulamento 206. O conjunto de 

interconexões 382 pode incluir um traço, uma via, um bloco, 

interconexão de redistribuição, e/ou uma camada de 

metalização sob impacto (UBM). Como também mostrado na 

Figura 3, o conjunto de interconexões 382 inclui elementos, 

vias, traços e camadas UBM. O conjunto de interconexões 382 

é acoplado ao primeiro conjunto de vias 262, o segundo 

conjunto de vias 264, o terceiro conjunto de vias 266, e o 

quarto conjunto de vias 268. Parte do conjunto de 

interconexões 382 pode ser configurada para fornecer pelo 

menos um caminho elétrico para pelo menos um sinal de 

energia e/ou pelo menos um sinal de referência terra. Em 

algumas implementações, o conjunto de interconexões 382 na 

porção de redistribuição 308 são interconexões que têm uma 

largura de cerca de 5 mícrons (µm) ou menos, e/ou um 

espaçamento de cerca de 5 mícrons (µm) ou menos. Exemplos 

mais detalhados de várias porções de redistribuição são 
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adicionalmente descritos em pelo menos As Figuras de 6 a 10 

3 Ilustra o conjunto de esferas de solda 284 acoplado ao 

conjunto de interconexões 382. Em algumas implementações, o 

conjunto de esferas de solda 284 é acoplado a camadas UBM 

do conjunto de interconexões 382. O conjunto de esferas de 

solda 284 é acoplado à PCB 205. 

[0064]  Embora não mostrado, o pacote de 

dispositivo integrado 300 também pode incluir outra camada 

de encapsulamento que cobre a primeira pastilha 202 e a 

segunda pastilha 204. A camada de encapsulamento pode 

incluir um de pelo menos um molde e/ou um enchimento de 

epóxi. 

Ponte Exemplar compreendendo Interconexões e Vias através 

de Substrato (TSVs) 

[0065]  Como mencionado acima, um pacote de 

dispositivo integrado pode incluir uma ponte (por exemplo, 

ponte de silício, ponte de vidro, ponte cerâmica) que é 

configurado para fornecer interconexões de pastilha para 

pastilha de alta densidade, e vias através de substrato 

(TSVs) configuradas para prover pelo menos um caminho 

elétrico para pelo menos um sinal de energia e/ou pelo 

menos um sinal de referência terra para uma ou mais 

pastilhas. As Figuras 4 e 5 ilustram exemplos conceituais 

de tais pontes configuradas para fornecer interconexões de 

alta densidade e TSVs Em um pacote de dispositivo 

integrado. 

[0066]  A Figura 4 ilustra uma vista de perfil 

de um exemplo da ponte 210 (por exemplo, ponte de silício) 

A ponte 210 inclui um substrato 402, uma camada dielétrica 

404, pelo menos uma primeira interconexão 406, pelo menos 
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uma segunda interconexão 408, pelo menos uma terceira 

interconexão 410, pelo menos uma quarta interconexão 418, e 

pelo menos uma quinta interconexão 420. Em algumas 

implementações, a ponte 210 pode ser implementada em 

qualquer tipo de pacote de dispositivo integrado ilustrado 

e descrito na presente descrição. Por exemplo, a ponte 210 

pode ser a ponte das Figuras 2 a 3 em algumas 

implementações, a ponte 210 é um meio (por exemplo, meios 

de ponte) para prover um trajeto elétrico pastilha/pastilha 

ou conexão elétrica pastilha/pastilha entre uma primeira 

pastilha e uma segunda pastilha. Por exemplo, a pelo menos 

uma primeira interconexão 406, a pelo menos uma segunda 

interconexão 408, e a pelo menos uma terceira interconexão 

410 pode definir pelo menos um primeiro caminho elétrico 

para pelo menos um primeiro sinal entre uma primeira 

pastilha e uma segunda pastilha. Em algumas implementações, 

a pelo menos uma primeira interconexão 406, a pelo menos 

uma segunda interconexão 408, e a pelo menos uma terceira 

interconexão 410 pode formar pelo menos um primeiro 

conjunto de interconexões que é configurado para prover 

pelo menos um primeiro caminho elétrico para pelo menos um 

primeiro sinal entre uma primeira pastilha e uma segunda 

pastilha. 

[0067]  Em algumas implementações, a ponte 210 é 

um meio (por exemplo, meios de ponte) para prover pelo 

menos um segundo caminho elétrico para pelo menos um sinal 

de energia e/ou pelo menos um sinal de referência terra 

para e de uma primeira pastilha. Em algumas implementações, 

a ponte 210 é um meio (por exemplo, meios de ponte) para 

prover pelo menos um terceiro caminho elétrico para pelo 
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menos um sinal de energia e/ou pelo menos um sinal de 

referência terra para e de uma segunda pastilha. 

[0068]  Em algumas implementações, os meios (por 

exemplo, meios de ponte) provêm uma densidade de 

interconexão que é igual ou maior do que a densidade de 

interconexão da porção de encapsulamento (por exemplo, 

porção de encapsulamento 206) e/ou a porção de 

redistribuição (por exemplo, a porção de redistribuição 

208) de uma base de pacote de dispositivo integrado. 

[0069]  Em algumas implementações, o substrato 

402 compreende um substrato de silício, um substrato de 

vidro e/ou um substrato cerâmico. A primeira interconexão 

406 pode ser pelo menos um traço localizado no substrato 

402. A camada dielétrica 404 cobre a primeira interconexão 

406 e o substrato 402. Em algumas implementações, as 

segunda e terceira interconexões 408 e 410 são vias que 

atravessam verticalmente a camada dielétrica 404. A segunda 

e terceira interconexões 408 e 410 são acopladas à primeira 

interconexão 406. 

[0070]  Em algumas implementações, a primeira, 

segunda e terceira interconexões 406, 408 e 410 são 

interconexões de alta densidade. Em algumas implementações, 

interconexões de alta densidade são interconexões que têm 

uma largura de cerca de 2 mícrons (µm) ou menos, e/ou um 

espaçamento de cerca de 2 mícrons (µm) ou menos. Em algumas 

implementações, a largura de uma interconexão pode ser a 

largura do traço e/ou linha. Em algumas implementações, a 

largura de uma interconexão pode ser o diâmetro de uma via 

e/ou um bloco Um espaçamento é uma distância de borda para 

borda entre duas interconexões vizinhas/adjacentes. 

Petição 870190049839, de 28/05/2019, pág. 30/98



27/72 

 

[0071]  A quarta interconexão 418 pode ser uma 

via que atravessa o substrato 402 e a camada dielétrica 

404. A quarta interconexão 418 pode ser através de uma via 

através de substrato (TSV) que atravessa o substrato 402 e 

a camada dielétrica 404. Em algumas implementações, a 

quarta interconexão 418 pode ser uma combinação de duas ou 

mais vias (por exemplo, primeira via no substrato 402 e uma 

segunda via na camada dielétrica 404). Em algumas 

implementações, a quarta interconexão 418 é configurada 

para fornecer pelo menos um caminho elétrico (por exemplo, 

um segundo caminho elétrico) para pelo menos um segundo 

sinal (por exemplo, pelo menos um sinal de energia e/ou 

pelo menos um sinal de referência terra) para e a partir de 

uma pastilha (por exemplo, primeira pastilha) 

[0072]  A quinta interconexão 420 pode ser uma 

via que atravessa o substrato 402 e a camada dielétrica 

404. A quinta interconexão 420 pode ser através de uma via 

através de substrato (TSV) que atravessa o substrato 402 e 

a camada dielétrica 404. Em algumas implementações, a 

quinta interconexão 420 pode ser uma combinação de duas ou 

mais vias (por exemplo, primeira via no substrato 402 e uma 

segunda via na camada dielétrica 404). Em algumas 

implementações, a quinta interconexão 420 é configurada 

para fornecer pelo menos um caminho elétrico (por exemplo, 

terceiro caminho elétrico) para pelo menos um terceiro 

sinal (por exemplo, pelo menos um sinal de energia e/ou 

pelo menos um sinal de referência terra) para e a partir de 

uma pastilha (por exemplo, segunda pastilha). Em algumas 

implementações, a quarta e a quinta interconexões 418 e 420 

são interconexões de alta densidade. 
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[0073]  Observa-se que a ponte 210 pode incluir 

diversas primeiras interconexões, segundas interconexões, 

terceiras interconexões, quartas interconexões e quintas 

interconexões. 

[0074]  A Figura 5 ilustra uma vista plana (por 

exemplo, vista superior) de um exemplo da ponte 210 (por 

exemplo, ponte de silício) que inclui um substrato (não 

visível), a camada dielétrica 404, a primeira interconexão 

406, a segunda interconexão 408, a terceira interconexão 

410, a quarta interconexão 418, e a quinta interconexão 

420. A figura 5 ilustra a largura e o espaçamento das 

interconexões. A largura de uma interconexão é ilustrada 

por (W), e o espaçamento entre duas interconexões 

vizinhas/adjacentes é ilustrado por (S). Em algumas 

implementações, a primeira interconexão 406, a segunda 

interconexão 408, a terceira interconexão 410, a quarta 

interconexão 418, e/ou a quinta interconexão 420 são 

interconexões de alta densidade. Em algumas implementações, 

interconexões de alta densidade são interconexões que têm 

uma largura de cerca de 2 mícrons (µm) ou menos, e/ou um 

espaçamento de cerca de 2 mícrons (µm) ou menos. 

[0075]  Como descrito acima, existem diversas 

vantagens na provisão de uma ponte que inclui pelo menos um 

TSV configurado para fornecer um caminho elétrico para um 

sinal de energia e/ou sinal de referência terra para e de 

uma ou mais pastilhas. Primeiro, um caminho elétrico 

através da ponte 210 é um caminho mais direto para e de uma 

pastilha, que significa um trajeto mais curto para e a 

partir da pastilha. Segundo, um caminho elétrico através da 

ponte 210 significa que o caminho elétrico não precisa ser 
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roteado em torno da ponte, poupar espaço e imóvel na base 

201, que pode resultar em um fator de forma menor global 

para o pacote de dispositivo integrado 200. Terceiro, um 

caminho mais direto para o sinal de energia e/ou sinal de 

referência terra significa que menos material é usado, 

desse modo reduzindo o custo de fabricação do pacote de 

dispositivo integrado. Quarto, as TSVs podem ajudar a 

proporcionar um desempenho melhorado na comunicação 

pastilha/pastilha. 

Pacote de Dispositivo Integrado Exemplar compreendendo 

Camada Litográfica de Ponte 

[0076]  Tendo descrito um exemplo de um pacote 

de dispositivo integrado que inclui interconexões de 

pastilha/pastilha de alta densidade em detalhes gerais, 

exemplos de embalagens de dispositivo integrado que incluem 

interconexões de pastilha para pastilha de alta densidade e 

vias através de substrato (TSVs) será agora descrita em 

maiores detalhes. 

[0077]  A Figura 6 ilustra um exemplo de uma 

parte da base de pacote de dispositivo integrado 600 de um 

pacote de dispositivo integrado. Em algumas implementações, 

a base de pacote de dispositivo integrado 600 pode 

corresponder, pelo menos, à porção de encapsulamento 206 e 

à porção de redistribuição 208, da Figura 2. Em algumas 

implementações, a base de pacote de dispositivo integrado 

600 é um substrato de pacote de um pacote de dispositivo 

integrado. 

[0078]  A base de pacote de dispositivo 

integrado 600 inclui uma porção de encapsulamento 602 e uma 

porção de redistribuição 604. A porção de encapsulamento 
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602 inclui uma camada de encapsulamento 606, um primeiro 

bloco 603, um segundo bloco 605, um primeiro bloco 611, um 

segundo bloco 613, um terceiro elemento 615, uma camada de 

resistência à solda 608, e a ponte 210. Em algumas 

implementações, a camada de encapsulamento 606 é um 

material foto padronizado (por exemplo, material 

litográfico) que é foto padronizado e revelável (por 

exemplo, litográfico). Isto é, a camada de encapsulamento 

606 é feita de um material que pode ser padronizado, 

desenvolvimento, ataque químico e/ou removido através da 

exposição do material a uma fonte de luz (por exemplo, luz 

ultravioleta (UV)). A camada de encapsulamento 606 pode 

incluir um de pelo menos um molde e/ou um enchimento de 

epóxi. 

[0079]  O primeiro bloco 603 atravessa 

verticalmente a camada de encapsulamento 606. O primeiro 

bloco 611 é acoplado à primeira via 603. A segunda placa 

605 atravessa verticalmente a camada de encapsulamento 606. 

Assim, a segunda via 605 é localizada e/ou embutida na 

camada de encapsulamento 606. A segunda via 605 é acoplada 

à interconexão 418 da ponte 210. A interconexão 418 pode 

ser uma via através de substrato (TSVs) da ponte 210. O 

segundo elemento 613 é acoplado à interconexão 418. Em 

algumas implementações, a segunda via 605, a interconexão 

418, e o segundo bloco 613 são configurados para fornecer 

um caminho elétrico (por exemplo, segundo caminho elétrico) 

para um segundo sinal (por exemplo, um sinal de energia 

e/ou um sinal de referência terra) para e a partir de uma 

pastilha (por exemplo, primeira pastilha 202). 

[0080]  A camada de resistência à solda 608 
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cobre uma primeira superfície (por exemplo, superfície 

superior) da camada de encapsulamento 606. Uma esfera de 

solda pode ser acoplada aos elementos 611, 613, e/ou 615. A 

via 603 é parte de um conjunto de vias na camada de 

encapsulamento 606, onde o conjunto de vias tem uma 

primeira densidade (por exemplo, primeira largura e/ou 

primeiro espaçamento). 

[0081]  A Figura 6 ilustra também que a ponte 

210 é pelo menos parcialmente embutida na camada de 

encapsulamento 606 da porção de encapsulamento 602. A ponte 

210 é configurada para prover trajetos elétricos de alta 

densidade (por exemplo, interconexões de pastilha para 

pastilha de alta densidade) na porção de encapsulamento 

602. A ponte 210 é também configurada para fornecer um 

caminho elétrico para um sinal (por exemplo, sinal de 

energia) a uma pastilha através do substrato 402 da ponte 

210. 

[0082]  A porção de redistribuição 604 é 

acoplada à porção de encapsulamento 602. A porção de 

redistribuição 604 inclui uma primeira camada dielétrica 

642, uma segunda camada dielétrica 644, e uma terceira 

camada dielétrica 648, uma interconexão 643, e uma 

interconexão 653. Em algumas implementações, a primeira, 

segunda, e/ou terceiras camadas dielétricas 642, 644 e/ou 

648 podem ser coletivamente uma única camada dielétrica. As 

interconexões 643 e 653 podem ser interconexões de 

redistribuição compreendendo uma porção diagonal e uma 

porção horizontal. Em algumas implementações, as 

interconexões 643 e 653 são interconexões de redistribuição 

em formato de U ou V. Em algumas implementações, as 
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interconexões 643 e 653 podem ser configuradas para acoplar 

as esferas de solda (por exemplo, esferas de solda laterais 

de painel de circuito impresso). 

[0083]   A interconexão 643 da porção de 

redistribuição 604 é acoplada à via 603 Porção de 

encapsulamento 602. A interconexão 653 da porção de 

redistribuição 604 é acoplada à segunda via 605 na porção 

de encapsulamento 602. Em algumas implementações, a 

interconexão 653, a segunda via 605, a interconexão 418, e 

o segundo bloco 613 é configurado para fornecer um caminho 

elétrico para um sinal de energia e/ou um sinal de 

referência terra para e a partir de uma pastilha (por 

exemplo, a primeira pastilha 202). 

[0084]  Em algumas implementações, uma primeira 

pastilha (por exemplo, pastilha 202) pode ser acoplada 

eletricamente a uma segunda pastilha (por exemplo, segunda 

pastilha 204) através do terceiro bloco 615, da 

interconexão 410, e da interconexão 406. Em algumas 

implementações, o terceiro bloco 615, a interconexão 410, e 

a interconexão 406 define um caminho elétrico para a 

conexão pastilha/pastilha entre a primeira e segunda 

pastilha (por exemplo, pastilhas 202 e 204). 

Pacote de Dispositivo Integrado Exemplar compreendendo 

Camada Litográfica de Ponte 

[0085]  A Figura 7 ilustra outro exemplo de uma 

parte da base de pacote de dispositivo integrado 700 de um 

pacote de dispositivo integrado. Em algumas implementações, 

a base de pacote de dispositivo integrado 700 pode 

corresponder pelo menos à porção de encapsulamento 206 e à 

porção de redistribuição 308, da Figura 3. Em algumas 
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implementações, a base de pacote de dispositivo integrado 

700 é um substrato de pacote de um pacote de dispositivo 

integrado. 

[0086]  A base de pacote de dispositivo 

integrado 700 inclui uma porção de encapsulamento 602 e uma 

porção de redistribuição 704. A porção de encapsulamento 

602 inclui uma camada de encapsulamento 606, um primeiro 

bloco 603, um segundo bloco 605, um primeiro bloco 611, um 

segundo bloco 613, um terceiro elemento 615, uma camada de 

resistência à solda 608, e a ponte 210. Em algumas 

implementações, a camada de encapsulamento 606 é um 

material litográfico (por exemplo, material litográfico) 

que é foto padronizado e revelável (por exemplo, 

litográfico). Isto é, a camada de encapsulamento 606 é 

feita de um material que pode ser padronizado, 

desenvolvimento, ataque químico e/ou removido através da 

exposição do material a uma fonte de luz (por exemplo, luz 

ultravioleta (UV)) A camada de encapsulamento 606 pode 

incluir um de pelo menos um molde e/ou um enchimento de 

epóxi. 

[0087]  O primeiro bloco 603 atravessa 

verticalmente a camada de encapsulamento 606. O primeiro 

bloco 611 é acoplado à primeira via 603. A segunda placa 

605 atravessa verticalmente a primeira via a camada de 

encapsulamento 606. A segunda via 605 é acoplada à 

interconexão 418 da ponte 210. A interconexão 418 pode ser 

uma via através de substrato (TSVs) da ponte 210. O segundo 

elemento 613 é acoplado à interconexão 418. Em algumas 

implementações, o segundo bloco 605, a interconexão 418, e 

o segundo bloco 613 são configurados para fornecer um 
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caminho elétrico para um sinal de energia e/ou um sinal de 

referência terra para e a partir de uma pastilha (por 

exemplo, a primeira pastilha 202). 

[0088]  A camada de resistência à solda 608 

cobre uma primeira superfície (por exemplo, superfície 

superior) da camada de encapsulamento 606. Uma esfera de 

solda pode ser acoplada aos elementos 611, 613, e/ou 615. A 

via 603 é parte de um conjunto de vias na camada de 

encapsulamento 606, onde o conjunto de vias tem uma 

primeira densidade (por exemplo, primeira largura e/ou 

primeiro espaçamento). 

[0089]  A Figura 7 ilustra também que a ponte 

210 é pelo menos parcialmente embutida na camada de 

encapsulamento 606 da porção de encapsulamento 602. A ponte 

210 é configurada para prover trajetos elétricos de alta 

densidade (por exemplo, interconexões de pastilha para 

pastilha de alta densidade) na porção de encapsulamento 

602. A ponte 210 é também configurada para fornecer um 

caminho elétrico para um sinal (por exemplo, sinal de 

energia) a uma pastilha através do substrato 402 da ponte 

210. 

[0090]  A porção de redistribuição 704 é 

acoplada à porção de encapsulamento 602. A porção de 

redistribuição 704 inclui uma primeira camada dielétrica 

642, uma segunda camada dielétrica 644, e uma terceira 

camada dielétrica 648, uma interconexão 743, uma 

interconexão 745, uma interconexão 753, e uma interconexão 

755. Em algumas implementações, a primeira, segunda, e/ou 

terceira camadas dielétricas 642, 644 e/ou 648 podem ser 

coletivamente uma única camada dielétrica. As interconexões 
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743 e 753 podem ser vias. As interconexões 745 e 755 podem 

ser traços e/ou blocos. Em algumas implementações, as 

interconexões 745 e 755 podem ser configuradas para acoplar 

as esferas de solda (por exemplo, esferas de solda laterais 

do painel de circuito impresso). 

[0091]  A interconexão 745 é acoplada à 

interconexão 743. A interconexão 743 da porção de 

redistribuição 704 é acoplada à interconexão 603 da porção 

de encapsulamento 602. A interconexão 755 e é acoplada à 

interconexão 753. A interconexão 753 da porção de 

redistribuição 704 é acoplada à segunda via 605 na porção 

de encapsulamento 602. Em algumas implementações, a 

interconexão 755, a interconexão 753, a segunda via 605, a 

interconexão 418, e o segundo bloco 613 é configurado para 

fornecer um caminho elétrico para um sinal de energia e/ou 

um sinal de referência terra para e a partir de uma 

pastilha (por exemplo, a primeira pastilha 202). 

[0092]  Em algumas implementações, uma primeira 

pastilha (por exemplo, pastilha 202) pode ser acoplada 

eletricamente a uma segunda pastilha (por exemplo, segunda 

pastilha 204) através do terceiro bloco 615, da 

interconexão 410, e da interconexão 406. Em algumas 

implementações, o terceiro bloco 615, a interconexão 410, e 

a interconexão 406 define um caminho elétrico para a 

conexão pastilha/pastilha entre a primeira e a segunda 

pastilha (por exemplo, pastilhas 202 e 204). 

Pacote de Dispositivo Integrado Exemplar compreendendo uma 

Camada Litográfica de Ponte 

[0093]  As Figuras 7 a 7 ilustram vias (por 

exemplo, via 603, por 605) em uma camada de encapsulamento 
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compreendendo certo formato. Conforme mostrado nas Figuras 

6-7, as vias na camada de encapsulamento 606 são formadas 

por cavidades de enchimento na camada de encapsulamento 

606. No entanto, em algumas implementações, as vias em uma 

camada de encapsulamento podem ter uma forma e/ou 

configuração diferentes. 

[0094]  As Figuras 8-9 ilustram vias em uma 

camada de encapsulamento compreendendo diferentes formatos. 

Conforme mostrado nas Figuras 8-9 e adicionalmente descrito 

abaixo, as vias na camada de encapsulamento são formadas 

mediante a conformação de enchimento, onde uma ou mais 

camadas de metal são formadas nas paredes das cavidades 

deixando outra cavidade que é preenchida com uma camada 

dielétrica. Em algumas implementações, as vias têm uma 

tigela ou formato semelhante à lata. 

[0095]  A Figura 8 ilustra um exemplo de uma 

parte da base de pacote de dispositivo integrado 800 de um 

pacote de dispositivo integrado. Em algumas implementações, 

a base de pacote de dispositivo integrado 800 pode 

corresponder pelo menos à porção de encapsulamento 206 e à 

porção de redistribuição 208, da Figura 2. Em algumas 

implementações, a base de pacote de dispositivo integrado 

800 é um substrato de pacote de um pacote de dispositivo 

integrado. 

[0096]  A base de pacote de dispositivo 

integrado 800 inclui uma porção de encapsulamento 802 e uma 

porção de redistribuição 804. A porção de encapsulamento 

802 inclui uma camada de encapsulamento 606, um primeiro 

bloco 803, um segundo bloco 805, um primeiro bloco 611, um 

segundo bloco 613, um terceiro elemento 615, uma camada de 
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resistência à solda 608, e a ponte 210. Em algumas 

implementações, a camada de encapsulamento 606 é um 

material litográfico (por exemplo, material litográfico) 

que é foto padronizado e revelável (por exemplo, 

litográfico). Isto é, a camada de encapsulamento 606 é 

feita de um material que pode ser padronizado, 

desenvolvimento, ataque químico e/ou removido através da 

exposição do material a uma fonte de luz (por exemplo, luz 

ultravioleta (UV)). A camada de encapsulamento 606 pode 

incluir um de pelo menos um molde e/ou um enchimento de 

epóxi. 

[0097]  Como mostrado na Figura 8, a primeira 

via 803 inclui uma seção transversal de perfil em forma de 

V ou uma seção transversal de perfil em forma de U. O 

primeiro meio 803 pode ser um enchimento de conformação 

através do qual forma o formato da cavidade na qual ele é 

formado. Neste exemplo, a primeira passagem 803 é formada 

ao longo de pelo menos as paredes da cavidade na qual ela é 

formada. A primeira via 803 também inclui uma porção de asa 

que é formada na porção de redistribuição 804 A parte de 

asa da primeira via 803 atravessa lateralmente na parte de 

redistribuição 804. A parte de asa pode ser referida como 

uma interconexão de asa da via. O primeiro bloco 803 

atravessa verticalmente a camada de encapsulamento 606. O 

primeiro bloco 611 é acoplado à primeira via 803. A segunda 

placa 805 também inclui uma seção transversal de perfil em 

formato de V ou seção transversal perfil em formato de U. A 

segunda via 805 pode ser uma carga de conformidade através 

do formato da cavidade na qual é formado. Neste exemplo, a 

segunda passagem 805 é formada ao longo de pelo menos as 
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paredes da cavidade na qual ela é formada. A segunda porção 

805 também inclui uma porção de asa que é formada na porção 

de redistribuição 804. A porção de asa da segunda via 805 

atravessa lateralmente na porção de redistribuição 804. Uma 

camada dielétrica 840 é localizada dentro da cavidade 

criada pelas vias (por exemplo, via 803, via 805) da camada 

de encapsulamento 606. A segunda via 805 atravessa 

verticalmente a camada de encapsulamento 606. Assim, a 

segunda via 805 é pelo menos parcialmente localizada e/ou 

pelo menos parcialmente embutida na camada de 

encapsulamento 606. A segunda via 805 é acoplada à 

interconexão 418 da ponte 210. A interconexão 418 pode ser 

uma via através de substrato (TSVs) da ponte 210. O segundo 

elemento 613 é acoplado à interconexão 418. Em algumas 

implementações, a segunda via 805, a interconexão 418, e o 

segundo bloco 613 é configurado para fornecer um caminho 

elétrico para um sinal de energia e/ou um sinal de 

referência terra para e a partir de uma pastilha (por 

exemplo, a primeira pastilha 202). 

[0098]  A camada de resistência à solda 608 

cobre uma primeira superfície (por exemplo, superfície 

superior) da camada de encapsulamento 606. Uma esfera de 

solda pode ser acoplada aos elementos 611, 613, e/ou 615. A 

via 803 é parte de um conjunto de vias na camada de 

encapsulamento 606, onde o conjunto de vias tem uma 

primeira densidade (por exemplo, primeira largura e/ou 

primeiro espaçamento). 

[0099]  A Figura 8 ilustra também que a ponte 

210 é pelo menos parcialmente embutida na camada de 

encapsulamento 606 da porção de encapsulamento 802. A ponte 
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210 é configurada para prover trajetos elétricos de alta 

densidade (por exemplo, interconexões de pastilha para 

pastilha de alta densidade) na porção de encapsulamento 

802. A ponte é também configurada para fornecer um caminho 

elétrico para um sinal (por exemplo, sinal de energia) a 

uma pastilha através do substrato 402 da ponte 210. 

[00100]  A porção de redistribuição 804 é 

acoplada à porção de encapsulamento 802. A porção de 

redistribuição 804 inclui uma camada dielétrica 840, uma 

camada dielétrica 844, e uma camada dielétrica 848, uma 

interconexão 843, e uma interconexão 853. Em algumas 

implementações, as camadas dielétricas 840, 844, e/ou 848 

podem ser coletivamente uma única camada dielétrica. As 

interconexões 843 e 853 podem ser interconexões de 

redistribuição compreendendo uma porção diagonal e uma 

porção horizontal. Em algumas implementações, as 

interconexões 843 e 853 incluem interconexões de 

redistribuição em forma em U ou V. Em algumas 

implementações, as interconexões 843 e 853 podem ser 

configuradas para acoplar as esferas de solda (por exemplo, 

esferas de solda laterais do painel de circuito impresso). 

[00101]  A interconexão 843 da porção de 

redistribuição 804 é acoplada à via 803 da porção de 

encapsulamento 802 (por exemplo, acoplada à porção de asa 

da primeira via 803). A interconexão 853 da porção de 

redistribuição 804 é acoplada à segunda via 805 (por 

exemplo, acoplado à porção de asa da segunda via 805) na 

porção de encapsulamento 802. Em algumas implementações, a 

interconexão 853, a segunda placa 805, a interconexão 418, 

e o segundo elemento 613 são configurados para fornecer um 
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caminho elétrico para um sinal de energia e/ou um sinal de 

referência terra para e de uma pastilha (por exemplo, a 

primeira pastilha 202). 

[00102]  A Figura 8 ilustra que a parte de 

redistribuição 804 também pode incluir um primeiro sob 

metalização de impacto (UBM) camada 845 e uma segunda 

metalização sob impacto (UBM) camada 855. A primeira Camada 

UBM 845 é acoplada à interconexão 843. A segunda Camada UBM 

855 é acoplada à interconexão 853. Em Algumas 

implementações, a primeira camada UBM 845 e a segunda 

Camada UBM 855 são configuradas para acoplar as esferas de 

solda. 

[00103]  Em algumas implementações, uma primeira 

pastilha (por exemplo, pastilha 202) pode ser acoplada 

eletricamente a uma segunda pastilha (por exemplo, segunda 

pastilha 204) através do terceiro bloco 615, da 

interconexão 410, e da interconexão 406. Em algumas 

implementações, o terceiro bloco 615, a interconexão 410, e 

a interconexão 406 define um caminho elétrico para a 

conexão pastilha/pastilha entre a primeira e segunda 

pastilha (por exemplo, pastilhas 202 e 204). 

Pacote de Dispositivo Integrado Exemplar compreendendo 

Camada Litográfica de Ponte 

[00104]  A Figura 9 ilustra outro exemplo de uma 

parte da base de pacote de dispositivo integrado 900 de um 

pacote de dispositivo integrado. Em algumas implementações, 

a base de pacote de dispositivo integrado 900 pode 

corresponder pelo menos à porção de encapsulamento 206 e à 

porção de redistribuição 308 da Figura 3. Em algumas 

implementações, a base de pacote de dispositivo integrado 
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900 é um substrato de pacote de um pacote de dispositivo 

integrado. 

[00105]  A base de pacote de dispositivo 

integrado 900 inclui uma porção de encapsulamento 802 e uma 

porção de redistribuição 904. A porção de encapsulamento 

802 inclui uma camada de encapsulamento 606, um primeiro 

bloco 803, um segundo bloco 805, um primeiro bloco 611, um 

segundo bloco 613, um terceiro elemento 615, uma camada de 

resistência à solda 608, e a ponte 210. Em algumas 

implementações, a camada de encapsulamento 606 é um 

material foto padronizável (por exemplo, material 

litográfico) que é foto padronizável e revelável (por 

exemplo, litográfico). Isto é, a camada de encapsulamento 

606 é feita de um material que pode ser padronizado, 

revelado, gravado e/ou removido através da exposição do 

material a uma fonte de luz (por exemplo, luz ultravioleta 

(UV)). A camada de encapsulamento 606 pode incluir um de 

pelo menos um molde e/ou um enchimento de epóxi. 

[00106]  Como mostrado na Figura 9, a primeira 

via 803 inclui uma seção transversal de perfil em Forma em 

V ou uma seção transversal de perfil em Forma em U. O 

primeiro meio 803 pode ser um enchimento de conformação 

através do qual forma o formato da cavidade na qual ele é 

formado. Neste exemplo, a primeira passagem 803 é formada 

ao longo de pelo menos as paredes da cavidade na qual ela é 

formada. A primeira via 803 também inclui uma porção de asa 

que é formada na porção de redistribuição 904. A parte de 

asa da primeira via 803 atravessa lateralmente na parte de 

redistribuição 904. A parte de asa pode ser referida como 

uma interconexão de asa da via. O primeiro bloco 803 
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atravessa verticalmente a camada de encapsulamento 606. O 

primeiro bloco 611 é acoplado à primeira via 803. A segunda 

placa 805 também inclui uma seção transversal de perfil de 

formato de V ou uma Seção transversal de perfil de formato 

de U. O segundo meio 805 pode ser um enchimento de 

conformação por meio do qual forma o formato da cavidade na 

qual ele é formado. Neste exemplo, a segunda via 805 é 

formada ao longo de pelo menos as paredes da cavidade na 

qual ela é formada. A segunda via 805 também inclui uma 

porção de asa que é formada na porção de redistribuição 

904. A porção de asa da segunda via 805 atravessa 

lateralmente a distância t na porção de redistribuição 904. 

Uma camada dielétrica 840 é localizada dentro da cavidade 

criada pelas vias (por exemplo, via 803, via 805) da camada 

de encapsulamento 606. A segunda via 805 atravessa 

verticalmente a camada de encapsulamento 606. A segunda via 

805 é acoplada à interconexão 418 da ponte 210. A 

interconexão 418 pode ser através de um substrato através 

de (TSVs) da ponte 210. A segunda elemento 613 é acoplada à 

interconexão 418. Em algumas implementações, a segunda 

placa 805, a interconexão 418, e a segunda elemento 613 são 

configuradas para fornecer um caminho elétrico para um 

sinal de energia e/ou um sinal de referência terra para e 

de uma pastilha (por exemplo, a primeira pastilha 202). 

[00107]  A camada de resistência à solda 608 

cobre uma primeira superfície (por exemplo, superfície 

superior) da camada de encapsulamento 606. Uma esfera de 

solda pode ser acoplada aos elementos 611, 613, e/ou 615. A 

via 803 é parte de um conjunto de vias na camada de 

encapsulamento 606, onde o conjunto de vias tem uma 
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primeira densidade (por exemplo, primeira largura e/ou 

primeiro espaçamento). 

[00108]  A Figura 9 também ilustra que a ponte 

210 é pelo menos parcialmente embutida na camada de 

encapsulamento 606 da porção de encapsulamento 802. A ponte 

210 é configurada para prover trajetos elétricos de alta 

densidade (por exemplo, interconexões de pastilha para 

pastilha de alta densidade) na porção de encapsulamento 

802. A ponte é também configurada para fornecer um caminho 

elétrico para um sinal (por exemplo, sinal de energia) a 

uma pastilha através do substrato 402 da ponte 210. 

[00109]  A porção de redistribuição 904 é 

acoplada à porção de encapsulamento 802. A porção de 

redistribuição 904 inclui uma camada dielétrica 840, uma 

camada dielétrica 844, e uma camada dielétrica 848, uma 

interconexão 943, uma interconexão 945, uma interconexão 

953, e uma interconexão 955. Em Algumas implementações, as 

camadas dielétricas 842, 844, e/ou 848 pode ser 

coletivamente uma única camada dielétrica. As interconexões 

943 e 953 podem ser vias. As interconexões 945 e 955 podem 

ser traços e/ou blocos. Em algumas implementações, as 

interconexões 945 e 955 podem ser configuradas para acoplar 

as esferas de solda (por exemplo, esferas de solda laterais 

do painel de circuito impresso). 

[00110]  A interconexão 945 é acoplada à 

interconexão 943. A interconexão 943 da porção de 

redistribuição 904 é acoplada à interconexão 803 da porção 

de encapsulamento 802 (por exemplo, acoplado à porção de 

asa da primeira via 803). A interconexão 955 é acoplada à 

interconexão 953. A interconexão 953 da porção de 
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redistribuição 904 é acoplada à segunda via 805 na porção 

de encapsulamento 802 (por exemplo, acoplado à porção de 

asa da segunda via 805). Em algumas implementações, a 

interconexão 955, a interconexão 953, a segunda via 805, a 

interconexão 418, e o segundo bloco 613 é configurado para 

fornecer um caminho elétrico para um sinal de energia e/ou 

um sinal de referência terra para e a partir de uma 

pastilha (por exemplo, a primeira pastilha 202). 

[00111]  A Figura 9 ilustra que a porção de 

redistribuição 904 pode também incluir uma primeira camada 

de metalização sob impacto (UBM) 947 e uma segunda camada 

de metalização sob impacto (UBM) 957. A primeira Camada UBM 

947 é acoplada à interconexão 945. A Segunda Camada UBM 957 

é acoplada à interconexão 955. Em Algumas implementações, a 

primeira camada UBM 947 e a segunda Camada UBM 957 são 

configuradas para acoplar as esferas de solda. 

[00112]  Em algumas implementações, uma primeira 

pastilha (por exemplo, pastilha 202) pode ser acoplada 

eletricamente a uma segunda pastilha (por exemplo, segunda 

pastilha 204) através do terceiro bloco 615, da 

interconexão 410, e da interconexão 406. Em algumas 

implementações, o terceiro bloco 615, a interconexão 410, e 

a interconexão 406 define um caminho elétrico para a 

conexão pastilha/pastilha entre a primeira e segunda 

pastilha (por exemplo, pastilhas 202 e 204). 

Pacote de Dispositivo Integrado Exemplar compreendendo 

Camada Litográfica de Ponte 

[00113]  A Figura 10 ilustra um exemplo de um 

pacote de dispositivo integrado 1000 que inclui duas 

pastilhas acopladas a uma base de pacote de dispositivo 
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integrado. Conforme mostrado na Figura 10, o pacote de 

dispositivo integrado 1000 inclui uma primeira pastilha 

1002 e uma segunda pastilha 1004, e a base 606. A primeira 

pastilha 1002 e a segunda pastilha 1004 são acopladas à 

base 600. Deve ser notado que a primeira pastilha 1002 e a 

segunda pastilha 1004 podem ser acopladas a qualquer das 

bases de pacote de dispositivo integrado (por exemplo, base 

201, base 301, base 700, base 800, base 900) descrita na 

presente revelação. 

[00114]  A primeira pastilha 1002 inclui uma 

camada de metalização sob impacto (UBM) 1020 (opcional), um 

pilar 1022, e uma solda 1024. A primeira pastilha 1002 é 

acoplada à base de pacote de dispositivo integrado 600 

através da camada UBM 1020 (opcional), a coluna 1022, a 

solda 1024, e a elemento 613 da base de pacote de 

dispositivo integrado 600. 

[00115]  A segunda pastilha 1004 inclui uma 

camada de metalização sob impacto (UBM) 1040 (opcional), um 

pilar 1042, e uma solda 1044. A segunda pastilha 1004 é 

acoplada à base de pacote de dispositivo integrado 600 

através da camada UBM 1040 (opcional), a coluna 1042, a 

solda 1044, e a elemento 623 da base de pacote de 

dispositivo integrado 600. 

[00116]  Conforme mostrado mais adiante, um 

enchimento 1050 é localizado entre a primeira pastilha 1002 

e a base de pacote de dispositivo integrado 600. O 

Enchimento 1050 pode incluir pelo menos um enchimento não 

condutor (NCF) e/ou uma pasta não condutora (NCP) O 

enchimento 1050 cobre as interconexões (por exemplo, pilar 

1022, solda 1024, elemento 613) entre a primeira pastilha 
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1002 e a base de pacote de dispositivo integrado 606. O 

enchimento 1050 é também localizado entre a segunda 

pastilha 1004 e a base de pacote de dispositivo integrado 

600. 

Sequência Exemplar para Fornecer/Fabricar uma Ponte de 

Interconexão de Alta Densidade que Inclui Vias Através de 

Substrato (TSVs) 

[00117]  Em algumas implementações, o 

fornecimento/fabricação de uma ponte de interconexão de 

alta densidade com vias através de substrato, inclui 

diversos processos. A Figura 11 ilustra uma sequência 

exemplar para prover/fabricar uma ponte de interconexão de 

alta densidade que inclui TSVs. Em algumas implementações, 

a sequência da Figura 11 pode ser usada para 

fornecer/fabricar a ponte das Figuras 2-10 e/ou outras 

pontes descritas na presente descrição. Entretanto, para o 

propósito de simplificação, a Figura 11 Será descrito no 

contexto de prover/fabricar a ponte da Figura 4. 

[00118]  Deve ser observado que a sequência da 

Figura 11 pode combinar um ou mais estágios a fim de 

simplificar e/ou esclarecer a sequência para 

fornecer/fabricar uma ponte. Em algumas implementações, a 

ordem dos processos pode ser mudada ou modificada. 

[00119]  O estágio 1 da Figura 1 ilustra um 

estado após um substrato 1102 ser fornecido. Em algumas 

implementações, o substrato 1102 é fornecido por um 

fornecedor. Em algumas implementações, o substrato 1102 é 

fabricado (por exemplo, formado). Em algumas 

implementações, o substrato 1102 compreende um substrato de 

silício, um substrato de vidro, substrato cerâmico, e/ou 
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pastilha (por exemplo, pastilha de silício). 

[00120]  O estágio 2 ilustra um estado após as 

cavidades 1103 (por exemplo, cavidade 1103a, cavidade 

1103b) são formados no substrato 1102. Diferentes 

implementações podem formar as cavidades 1103 

diferentemente. Em algumas implementações, um processo de 

litografia a laser e/ou de litografia é usado para formar 

as cavidades 1103. 

[00121]  O estágio 3 ilustra um estado após as 

vias 1104 (por exemplo, via 1104a, via 1104b) são formadas 

nas cavidades do substrato 1102. As vias 1104 podem ser 

vias através de substrato (TSVs) diferentes implementações 

podem formar as vias 1104 de forma diferente. Por exemplo, 

um processo de galvanização e/ou um processo de formação de 

pasta pode ser usado para formar as vias 1104. 

[00122]  O estágio 4 ilustra um estado depois que 

uma camada metálica 1106 é formada no substrato 1102. Em 

algumas implementações, a camada metálica 1106 pode formar 

e/ou definir uma ou mais interconexões de alta densidade 

(por exemplo, conforme descrito nas Figuras 4-5) essas 

interconexões de alta densidade podem ser trajetos 

elétricos de alta densidade entre pastilhas. Em algumas 

implementações, a provisão da camada metálica 1106 inclui a 

formação (por exemplo, chapeamento) de uma ou mais camadas 

de metal (por exemplo, Camada de semente e camada metálica) 

e seletivamente cauterizar porções de uma ou mais camadas 

metálicas. As Figuras 15-18 ilustram exemplos de formação 

de uma ou mais camadas metálicas usando vários processos de 

galvanização. 

[00123]  O estágio 5 ilustra um estado após uma 
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camada dielétrica 1108 ser formada sobre o substrato 1102 e 

a camada metálica 1106. Diferentes implementações podem 

usar diferentes materiais para a camada dielétrica 1108. 

[00124]  O estágio 6 ilustra um estado depois das 

cavidades 1109 (por exemplo, cavidade 1109a, cavidade 

1109b) e as cavidades 1111 (por exemplo, cavidade 1111a, 

cavidade 111b) são formadas na camada dielétrica 1108. 

Implementações diferentes podem usar processos diferentes 

para formar cavidades na camada dielétrica 1108. Em algumas 

implementações, um laser pode ser usado para formar as 

cavidades. Em algumas implementações, um processo de 

causticação é usado para formar as cavidades. 

[00125]  O estágio 7 ilustra um estado depois das 

vias 1112 (por exemplo, através de 1112a, através de 1112b) 

e as vias 1114 (por exemplo, via 1114a, via 1114b) são 

formadas na camada dielétrica 1108. Especificamente, as 

vias 1112 são formadas nas cavidades 1109 da camada 

dielétrica 1108, e as vias 1114 são formadas nas cavidades 

1111 da camada dielétrica 1108. Em algumas implementações, 

as vias 1112 e as vias 1104 em combinação formam a passagem 

vias através de substrato (TSVs) que atravessa 

verticalmente a ponte inteira 1130. A combinação das vias 

1104a e 1112a pode prover uma trajetória elétrica para 

sinal de energia ou sinal de referência terra a uma 

pastilha. Em algumas implementações, as vias 1112 são 

camadas de metal (s) que são formadas usando um ou mais 

processos de galvanização. As vias 1114 são acopladas à 

camada metálica 1106. As figuras 15 -18 Ilustram exemplos 

de formação de uma ou mais camadas metálicas utilizando 

vários processos de galvanização. Em algumas 
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implementações, o estágio 7 ilustra uma ponte 1130 (por 

exemplo, ponte de silício) que pode ser implementado em uma 

camada de encapsulamento de qualquer uma das bases 

descritas na presente descrição. Nota-se que em algumas 

implementações, as vias 1104 e/ou 1112 podem ser formadas 

uma vez que a ponte esteja posicionada ou embutida em uma 

camada de encapsulamento da base.  

Diagrama de Fluxo Exemplar de um Método para 

Fornecer/Fabricar uma Ponte de Interconexão de Alta 

Densidade que inclui Vias através de Substrato (TSVs) 

[00126]  A Figura 12 ilustra um fluxograma 

exemplar de um método 1200 para fornecer/fabricar uma ponte 

de silício de interconexão de alta densidade. Em algumas 

implementações, o método da Figura 12 pode ser usado para 

fornecer/fabricar a ponte de silício de interconexão de 

alta densidade das Figuras 2-10 e/ou outra ponte de silício 

de interconexão de alta densidade na presente descrição. 

[00127]  Deve ser notado que o fluxograma da 

Figura 12 pode combinar um ou mais processos a fim de 

simplificar e/ou esclarecer o método para fornecer um 

pacote de dispositivo passivo. Em algumas implementações, a 

ordem dos processos pode ser mudada ou modificada. 

[00128]  O método fornece (em 1205) um substrato. 

Em algumas implementações, o fornecimento do substrato pode 

incluir receber um substrato de um fornecedor ou fabricação 

(por exemplo, formação) de um substrato. Em algumas 

implementações, o substrato compreende um substrato de 

silício, um substrato de vidro, substrato cerâmico e/ou 

pastilha (por exemplo, pastilha de silício). 

[00129]  O método forma (em 1210) a através de 
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uma via através de substrato (TSV) no substrato. Em algumas 

implementações, a formação de um TSV inclui a formação de 

uma cavidade no substrato e enchimento da cavidade com um 

material eletricamente condutor para definir a TSV. Em 

algumas implementações, um laser pode ser usado para formar 

as cavidades. Em algumas implementações, um processo de 

causticação é usado para formar as cavidades. Um processo 

de galvanização ou processo de impressão em tela pode ser 

usado para formar as vias. Em algumas implementações, a TSV 

é configurada para fornecer um caminho elétrico para um 

sinal de energia ou um sinal de referência terra. 

[00130]  O método forma (em 1215) uma camada 

metálica no substrato para formar uma ou mais interconexões 

de alta densidade (por exemplo, conforme descrito nas 

Figuras 4-5) em algumas implementações, a formação da 

camada metálica inclui a formação (por exemplo, 

revestimento) uma ou mais camadas de metal (por exemplo, 

camada de semente e camada metálica) e seletivamente 

cauterizar porções de uma ou mais camadas de metal. As 

Figuras 15-18 ilustram exemplos de fornecer uma ou mais 

camadas de metal usando vários processos de galvanização. 

[00131]  O método forma (em 1220) uma camada 

dielétrica sobre o substrato e a camada metálica. 

Diferentes implementações podem usar diferentes materiais 

para a camada dielétrica. 

[00132]  O método então forma (em 1225) pelo 

menos uma cavidade na camada dielétrica. Diferentes 

implementações podem usar processos diferentes para formar 

cavidades na camada dielétrica. Em algumas implementações, 

um laser pode ser usado para formar as cavidades. Em 
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algumas implementações, um processo de causticação é usado 

para formar as cavidades. 

[00133]  O método opcionalmente forma (em 1230) a 

por meio da camada dielétrica. Especificamente, o método 

enche a cavidade da camada dielétrica com um ou mais 

materiais condutores (por exemplo, camadas metálicas) para 

formar uma via na cavidade. Uma ou mais das vias pode ser 

formada sobre os TSVs no substrato. Em algumas 

implementações, as vias são vias de alta densidade (por 

exemplo, conforme descrito nas Figuras 4-5) em algumas 

implementações, as vias são camada metálica (s) que são 

formados usando um ou mais processos de galvanização. As 

Figuras 15-18 ilustram exemplos de fornecimento de uma ou 

mais camadas metálicas utilizando diversos processos de 

galvanização. Deve ser observado que em algumas 

implementações, as vias podem ser formadas uma vez que a 

ponte esteja posicionada ou embutida em uma camada foto 

padronizada da porção de base. 

Sequência Exemplar para Fornecer/Fabricar um Pacote de 

Dispositivo Integrado que inclui uma Ponte de Interconexão 

de Alta Densidade que inclui Vias através de Substrato 

(TSVs) 

[00134]  Em algumas implementações, o 

fornecimento/fabricação de um pacote de dispositivo 

integrado que inclui uma ponte de interconexão de alta 

densidade que inclui um substrato através de, em uma camada 

de encapsulamento inclui vários processos. A Figura 13 (que 

inclui As Figuras 13A -13C) ilustra uma sequência exemplar 

para prover/fabricar um pacote de dispositivo integrado que 

inclui uma ponte de interconexão de alta densidade que 
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inclui uma via através de substrato, em uma camada de 

encapsulamento. Em algumas implementações, a sequência das 

Figuras 13A-13C pode ser utilizada para prover/fabricar o 

pacote de dispositivo integrado das Figuras 2-3, 6 a 10 

e/ou outras embalagens de dispositivo integrado na presente 

descrição. Entretanto, para o propósito de simplificação, 

As Figuras 13A-13C serão descritas no contexto de 

fabricação do pacote de dispositivo integrado da Figura 3. 

[00135]  Deve ser observado que a sequência das 

Figuras 13A-13C pode combinar um ou mais estágios a fim de 

simplificar e/ou esclarecer a sequência para fornecer um 

pacote de dispositivo integrado. Em algumas implementações, 

a ordem dos processos pode ser mudada ou modificada. 

[00136]  O estágio 1 da Figura 13A ilustra um 

estado depois que uma ponte 1302 é provida (por exemplo, 

montada) em algumas implementações, o portador (carrier) 

1300 é fornecido por um fornecedor. Em algumas 

implementações, o portador 1300 é fabricado (por exemplo, 

formado). Em algumas implementações, o portador 1300 

compreende um substrato de silício e/ou pastilha (por 

exemplo, pastilha de silício). A ponte 1302 pode incluir um 

substrato, pelo menos uma camada metálica, pelo menos uma 

via, pelo menos uma camada dielétrica, e/ou pelo menos uma 

via através de substrato (TSV), conforme descrito em pelo 

menos nas Figuras 2 a 3. Exemplos da ponte 1302 incluem a 

ponte mostrada e descrita nas Figuras 4-5. Em algumas 

implementações, a ponte 1302 é uma ponte de interconexão de 

alta densidade configurada para prover uma conexão e/ou 

trajeto elétrico para sinais entre duas pastilhas, e prover 

uma conexão e/ou caminho elétrico para e a partir de uma 
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pastilha para um sinal de energia e/ou um sinal de 

referência terra. Conforme mostrado no estágio 1, a ponte 

1302 é acoplada a uma superfície do portador 1300. Em 

algumas implementações, um adesivo é usado para acoplar 

mecanicamente a ponte 1302 ao portador 1300. 

[00137]  O estágio 2 ilustra um estado depois que 

uma camada de encapsulamento 1304 é provida (por exemplo, 

formada) sobre o portador 1300 e a ponte 1302. A camada de 

encapsulamento 1304 pode ser uma camada dielétrica 

litográfica (por exemplo, gravável por meio do uso de um 

processo litográfico). A camada de encapsulamento 1304 pelo 

menos parcialmente encapsula ou pelo menos parcialmente 

cobre a ponte 1302. A camada de encapsulamento 1304 pode 

compreender um molde e/ou um enchimento de epóxi. 

[00138]  O estágio 3 ilustra um estado após pelo 

menos uma cavidade 1305 ser formada na camada de 

encapsulamento 1304. Pelo menos uma cavidade 1305 é 

removida utilizando-se a etapa um processo litográfico que 

remove seletivamente porções da camada de encapsulamento 

1304 pela exposição seletiva da camada de encapsulamento 

1304 a uma fonte de luz (por exemplo, luz UV). 

[00139]  O estágio 4 ilustra um estado após pelo 

menos um por 1306 (por exemplo, via 1306a, via 1306b) é 

formada na camada de encapsulamento 1304. Especificamente, 

a via 1306b e a via 1306b são formadas nas cavidades da 

camada de encapsulamento 1304. A via 1306a atravessa a 

camada de encapsulamento 1304. A via 1306b é formada na 

camada de encapsulamento 1304 para acoplar à ponte 1302. Em 

Algumas implementações, a via 1306 é uma camada metálica 

(s) que são formados usando um ou mais processos de 
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galvanização. As Figuras 15-18 Ilustram exemplos de 

formação de uma ou mais camadas metálicas utilizando vários 

processos de galvanização. 

[00140]  O estágio 5 ilustra um estado depois que 

uma primeira camada metálica 1308 é formada em uma primeira 

superfície da camada de encapsulamento 1304 e/ou vias 1306. 

A primeira camada metálica 1308 pode ser configurada para 

definir uma ou mais elementos (por exemplo, elemento 1308a, 

elemento 1308b) e/ou traços na camada de encapsulamento 

1304. O elemento 1308a é formado sobre a via 1306a. O 

elemento 1308b é formado na via 1306b. Em algumas 

implementações, a provisão da primeira camada metálica 1308 

inclui a formação (por exemplo, revestimento) de uma ou 

mais camadas metálicas (por exemplo, camada de sementes e 

camada metálica) e porções de causticação seletiva de uma 

ou mais camadas de metal. As Figuras 15-18 ilustram 

exemplos de fornecer uma ou mais camadas de metal usando 

vários processos de galvanização. 

[00141]  Em algumas implementações, a via 1306 e 

a primeira camada metálica 1308 podem ser formadas ao mesmo 

tempo. Além disso, em algumas implementações, a via 1306 é 

uma forma de acordo com o que é previsto formado ao longo 

das paredes da cavidade conforme descrito nas Figuras 8-9. 

A via 1306 (por exemplo, via 1306 a, via 1306 b) pode ter 

uma seção transversal de perfil que inclui uma Forma em V 

ou uma Forma em U. 

[00142]  O estágio 6, conforme mostrado na Figura 

13B ilustra um estado depois que uma primeira camada 

dielétrica 1310 é provida (por exemplo, formada) sobre a 

camada de encapsulamento 1304 e a primeira camada metálica 

Petição 870190049839, de 28/05/2019, pág. 58/98



55/72 

 

1308, e após uma cavidade 1312 ser formada na primeira 

camada dielétrica 1310. A cavidade 1312 pode ser formada 

através de um processo de ataque químico. 

[00143]  O estágio 7 ilustra um estado depois que 

pelo menos uma via 1314 é formada na primeira camada 

dielétrica 1310 e uma camada metálica 1316 é formada sobre 

a primeira camada dielétrica 1310. Em algumas 

implementações, a via 1314 e a camada metálica 1316 são 

formadas por formação (por exemplo, revestimento) uma ou 

mais camadas de metal (por exemplo, camada de semente e 

camada metálica) e porções de causticação seletiva de uma 

ou mais camadas metálicas. As Figuras 15-18 ilustram 

exemplos de fornecimento de uma ou mais camadas metálicas 

utilizando vários processos de galvanização. A camada 

metálica 1316 pode ser uma interconexão em uma porção de 

redistribuição. 

[00144]  O estágio 8 ilustra um estado depois que 

uma segunda camada dielétrica 1318 é provida (por exemplo, 

formada) sobre a primeira camada dielétrica 1310 e a camada 

metálica 1316. 

[00145]  Estágio 9 ilustra um estado depois de 

uma metalização sob impacto (UBM) a camada 1320 é formada 

na segunda camada dielétrica 1318. A Camada UBM 1320 é 

formada de modo que a Camada UBM 1320 seja acoplada à 

camada metálica 1316. Em algumas implementações, a provisão 

da camada UBM 1320 inclui a formação (por exemplo, 

chapeamento) de uma ou mais camadas metálicas (por exemplo, 

camada de semente e camada metálica) e porções de 

causticação seletiva de uma ou mais camadas metálicas. As 

Figuras 15-18 ilustram exemplos de formação de uma ou mais 
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camadas metálicas utilizando vários processos de 

galvanização. 

[00146]  O estágio 10 ilustra um estado depois 

que o portador 1300 é desacoplado da base 1330, que inclui 

a ponte 1302, a camada de encapsulamento 1304, a via 1306, 

a camada metálica 1308, a camada dielétrica 1310, a via 

1314, a camada metálica 1316, a camada dielétrica 1318 e a 

camada UBM 1320. 

[00147]  O estágio 11, conforme mostrado na 

Figura 13C ilustra um estado após a base 1330 ser 

opcionalmente invertida. 

[00148]  O estágio 12 ilustra um estado depois 

que uma camada metálica 1340 é formada na camada de 

encapsulamento 1304 e a ponte 1302. A camada metálica 1340 

pode formar uma ou mais elementos e/ou traços. Algumas 

porções da camada metálica 1340 podem ser acopladas a vias 

na camada de encapsulamento 1304 e vias na ponte 1302. Em 

algumas implementações, a provisão da camada metálica 1340 

inclui a formação (por exemplo, chapeamento) de uma ou mais 

camadas de metal (por exemplo, camada de semente e camada 

metálica) e seletivamente cauterizar porções de uma ou mais 

camadas metálicas. As Figuras 15-18 ilustram exemplos de 

fornecimento de uma ou mais camadas metálicas usando vários 

processos de galvanização. Embora não mostrado, uma camada 

de resistência à solda pode ser formada sobre parte da 

camada metálica 1340. 

[00149]  O estágio 13 ilustra um estado depois 

que uma primeira pastilha 1350 e uma segunda pastilha 1352 

são providas (por exemplo, acopladas, montadas) na base 

1330. Especificamente, a primeira pastilha 1350 é acoplada 
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a porções da base. A camada metálica 1340 através de um 

conjunto de interconexões que pode incluir pelo menos um 

pilar e/ou solda. A segunda pastilha 1352 é acoplada a 

outras porções da camada metálica 1340 através de outro 

conjunto de interconexões que pode incluir pelo menos um 

pilar e/ou solda. Em alguma implementação, um enchimento 

(não mostrado) pode ser formado entre as pastilhas 1350-

1352 e a base 1330. O enchimento pode incluir um enchimento 

não condutor (NCF) e/ou uma pasta não condutora (NCP). 

[00150]  O estágio 14 ilustra um estado após a 

esfera de solda 1360 ser provida na camada UBM 1320. 

Método Exemplar para Fornecer/Fabricar um Pacote de 

Dispositivo Integrado que inclui uma Ponte de Interconexão 

de Alta Densidade que inclui Vias através de Substrato 

(TSVs) 

[00151]  A Figura 14 ilustra um diagrama de fluxo 

exemplar de um método 1400 para fornecer/fabricar um pacote 

de dispositivo integrado que inclui uma ponte de 

interconexão de alta densidade com vias através de 

substrato (TSVs), em uma camada de encapsulamento. Em 

algumas implementações, o método da Figura 14 pode ser 

usado para fornecer/fabricar o pacote de dispositivo 

integrado da figura 2 e/ou outros pacotes de dispositivo 

integrado na presente revelação. 

Pacote de dispositivo integrado da Figura 2 e/ou outras 

embalagens de dispositivo integrado na presente revelação 

[00152]  Deve ser notado que o fluxograma da 

Figura 14 pode combinar um ou mais processos a fim de 

simplificar e/ou esclarecer o método para fornecer um 

pacote de dispositivo integrado. Em algumas implementações, 
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a ordem dos processos pode ser mudada ou modificada. 

[00153]  O método provê (em 1405) um veículo. Em 

algumas implementações, o portador é fornecido por um 

fornecedor. Em algumas implementações, o portador é 

fabricado (por exemplo, formado). Em algumas 

implementações, o portador compreende um substrato de 

silício e/ou pastilha (por exemplo, pastilha de silício). 

[00154]  O método então acopla (em 1410) uma 

ponte para o portador. A ponte pode incluir um substrato, 

pelo menos uma camada metálica, pelo menos uma via, e/ou 

pelo menos uma camada dielétrica, conforme descrito nas 

Figuras 2 a 5. Em algumas implementações, a ponte é uma 

ponte de interconexão de alta densidade configurada para 

prover uma conexão e/ou trajeto elétrico entre duas 

pastilhas, e prover uma conexão e/ou caminho elétrico para 

e a partir de uma pastilha para um sinal de energia e/ou um 

sinal de referência terra. Em algumas implementações, um 

adesivo é usado para acoplar mecanicamente a ponte ao 

portador. 

[00155]  O método forma (em 1415) uma camada de 

encapsulamento no ou sobre a portador e a ponte. A camada 

de encapsulamento pode ser uma camada dielétrica 

litográfica. A camada de encapsulamento cobre pelo menos 

parcialmente a ponte. 

[00156]  O método forma (em 1420) pelo menos uma 

via na camada de encapsulamento. Em algumas implementações, 

a formação da via inclui a formação de pelo menos uma 

cavidade na camada de encapsulamento mediante utilização de 

um processo litográfico que remove seletivamente porções da 

camada de encapsulamento (por exemplo, pela exposição 
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seletiva da camada de encapsulamento a uma fonte de luz 

(por exemplo, luz UV)). O método então enche a cavidade com 

uma ou mais camadas metálicas. Em algumas implementações, a 

via é uma camada metálica (s) que é formada utilizando um 

ou mais processos de galvanização e/ou um processo de 

impressão em tela. As Figuras 15-18 ilustram exemplos de 

formação de uma ou mais camadas metálicas usando vários 

processos de galvanização. 

[00157]  O método forma (em 1425) uma porção de 

redistribuição sobre ou sobre a porção/camada de 

encapsulamento. Em algumas implementações, a formação da 

porção de redistribuição inclui a formação de pelo menos 

uma camada dielétrica, e pelo menos uma camada metálica. A 

camada metálica pode definir uma ou mais interconexões (por 

exemplo, blocos, traços, vias, colunas, pilares, 

interconexões de redistribuição). Em algumas 

implementações, a provisão da camada metálica inclui a 

formação (por exemplo, chapeamento) de uma ou mais camadas 

de metal (por exemplo, camada de semente e camada metálica) 

e a gravação seletiva de porções de uma ou mais camadas 

metálicas. As Figuras 15-18 ilustram exemplos de 

fornecimento de uma ou mais camadas metálicas usando vários 

processos de galvanização. 

[00158]  O método então desacopla (em 1430) o 

portador, deixando a base que compreende a camada de 

encapsulamento, a ponte, a via, os elementos e a parte de 

redistribuição. Diferentes implementações podem desacoplar 

(por exemplo, remover) o portador diferentemente. Em 

algumas implementações, o portador é destacado da ponte e 

da camada de encapsulamento. Em algumas implementações, o 
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portador é cauterizado. 

[00159]  O método forma (em 1435), traços e uma 

camada de resistência à solda sobre a camada de 

encapsulamento e a ponte. Em algumas implementações, o 

fornecimento dos elementos inclui a formação (por exemplo, 

revestimento) uma ou mais camadas de metal (por exemplo, 

camada de semente e camada metálica) e seletivamente atacar 

porções de uma ou mais camadas de metal para definir os 

elementos. As Figuras 15-18 ilustram exemplos de fornecer 

uma ou mais camadas de metal usando vários processos de 

galvanização. O método também pode prover esferas de solda 

nos elementos. 

[00160]  O método então acopla (em 1440) uma 

primeira pastilha e uma segunda pastilha aos elementos na 

camada de encapsulamento. Em algumas implementações, um 

conjunto de interconexões (por exemplo, pilar, solda) são 

usados para acoplar a primeira e segunda pastilha aos 

elementos na camada de encapsulamento. O método também pode 

prover um enchimento entre a primeira e a segunda pastilha 

e a camada de encapsulamento. O enchimento pode incluir um 

enchimento não condutor (NCF) e/ou uma Pasta Não condutora 

(NCP). 

[00161]  O método fornece (em 1445) esferas de 

solda sobre a parte de redistribuição. Por exemplo, o 

método pode fornecer esferas de solda nas camadas UBM da 

camada de redistribuição. 

Processo de Padronização Semi-aditiva Exemplar (SAP) 

[00162]  Várias interconexões (por exemplo, 

traços, vias, blocos) são descritas na presente descrição. 

Estas interconexões podem ser formadas na base, a camada de 
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encapsulamento, a porção de encapsulamento, a ponte e/ou a 

porção de redistribuição. Em algumas implementações, estas 

interconexões podem incluir uma ou mais camadas metálicas. 

Por exemplo, em algumas implementações, estas interconexões 

podem incluir uma primeira camada de semente de metal e uma 

segunda camada metálica. As camadas de metal podem ser 

providas (por exemplo, processo para a utilização de 

diferentes processos de chapeamento). Abaixo são exemplos 

detalhados de interconexões (por exemplo, traços, vias, 

blocos) com camadas de semente e como estas interconexões 

podem ser formadas usando diferentes processos de 

chapeamento. Estes processos de galvanização são descritos 

para formar interconexões em ou sobre uma camada 

dielétrica. Em algumas implementações, estes processos de 

galvanização podem ser usados para formar interconexões em 

ou sobre uma camada de encapsulamento. 

[00163]  Diferentes implementações podem usar 

diferentes processos para formar e/ou fabricar as camadas 

metálicas (por exemplo, interligações, camada de 

redistribuição, camada de metalização sob impacto). Em 

algumas implementações, estes processos incluem uma 

padronização semi-aditiva (SAP) processo e processo 

damasceno. Estes vários processos diferentes são 

adicionalmente descritos abaixo. 

[00164]  A Figura 15 ilustra uma sequência para a 

formação de uma interconexão utilizando uma padronização 

semi-aditiva (SAP) processo para fornecer e/ou formar uma 

interconexão em uma ou mais camadas dielétricas (s). 

Conforme mostrado na Figura 15, o estágio 1 ilustra um 

estado de um dispositivo integrado (por exemplo, substrato) 
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após uma camada dielétrica 1502 ser provida (por exemplo, 

formada). Em algumas implementações, o estágio 1 ilustra 

que a camada dielétrica 1502 inclui uma primeira camada 

metálica 1504. A primeira camada metálica 1504 é uma camada 

de sementes em algumas implementações. Em algumas 

implementações, a primeira camada metálica 1504 pode ser 

provida (por exemplo, formada) sobre a camada dielétrica 

1502 após a camada dielétrica 1502 ser provida (por 

exemplo, recebida ou formada). O Estágio 1 ilustra que a 

primeira camada metálica 1504 é provida (por exemplo, 

formada) em uma primeira superfície da camada dielétrica 

1502. Em algumas implementações, a primeira camada metálica 

1504 é provida usando um processo de deposição (por 

exemplo, processo de galvanização, PVD, CVD, processo de 

galvanização). 

[00165]  O estágio 2 ilustra um estado do 

dispositivo integrado depois de uma camada foto resistente 

1506 (por exemplo, a camada de revestimento foto 

resistente) é seletivamente provido (por exemplo, formado) 

na primeira camada metálica 1504. Em algumas 

implementações, seletivamente prover a camada foto-

resistente 1506 inclui fornecer uma camada foto-resistente 

1506 sobre a primeira camada metálica 1504 e seletivamente 

removendo porções da camada foto-resistente 1506 pelo 

desenvolvimento (por exemplo, usando um processo de 

desenvolvimento). O estágio 2 ilustra que a camada 

resistente 1506 é provida de tal modo que é formada uma 

cavidade 1508. 

[00166]  O estágio 3 ilustra um estado do 

dispositivo integrado após uma segunda camada metálica 1510 
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ser formada na cavidade 1508. Em algumas implementações, a 

segunda camada metálica 1510 é formada sobre uma porção 

exposta da primeira camada metálica 1504. Em algumas 

implementações, a segunda camada metálica 1510 é provida 

usando um processo de deposição (por exemplo, processo de 

galvanização). 

[00167]  O estágio 4 ilustra um estado do 

dispositivo integrado após a camada foto resistente 1506 

ser removida. Diferentes implementações podem usar 

processos diferentes para a remoção da camada protetora 

1506. 

[00168]  O estágio 5 ilustra um estado do 

dispositivo integrado após porções da primeira camada 

metálica 1504 ser seletivamente removidas. Em algumas 

implementações, uma ou mais porções da primeira camada 

metálica 1504 que não é coberta pela segunda camada 

metálica 1510 é removida. Conforme mostrado no estágio 5, a 

primeira camada metálica 1504 remanescente e a segunda 

camada metálica 1510 podem formar e/ou definir uma 

interconexão 1512 (por exemplo, traço, vias, elementos) em 

um dispositivo integrado e/ou um substrato. Em algumas 

implementações, a primeira camada metálica 1504 é removida 

tal que uma dimensão (por exemplo, comprimento, largura) da 

primeira camada metálica 1504 por baixo da segunda camada 

metálica 1510 aproximadamente a mesmo ou menor do que uma 

dimensão (por exemplo, comprimento, largura) da segunda 

camada metálica 1510, que pode resultar em um rebaixo, 

conforme mostrado no estágio 5 da Figura 15. Em algumas 

implementações, os processos acima mencionados podem ser 

reiterados várias vezes para fornecer e/ou formar várias 
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interconexões em uma ou mais camadas dielétricas de um 

dispositivo integrado e/ou substrato. 

[00169]  A Figura 16 ilustra um fluxograma para 

um método para a utilização de um (SAP) processo para 

fornecer e/ou formar uma interconexão em uma ou mais 

camadas dielétricas (s). O método provê (em 1605) uma 

camada dielétrica (por exemplo, camada dielétrica 1502). Em 

algumas implementações, a provisão da camada dielétrica 

inclui a formação da camada dielétrica. Em algumas 

implementações, fornecer a camada dielétrica inclui formar 

uma primeira camada metálica (por exemplo, primeira camada 

metálica 1504). A primeira camada metálica é uma camada de 

sementes em algumas implementações. Em algumas 

implementações, a primeira camada metálica pode ser provida 

(por exemplo, formada) sobre a camada dielétrica depois que 

a camada dielétrica é provida (por exemplo, recebida ou 

formada). Em algumas implementações, a primeira camada 

metálica é provida pelo uso de um processo de deposição 

(por exemplo, deposição física de vapor (PVD) ou processo 

de galvanização). 

[00170]  O método fornece seletivamente (em 1610) 

uma camada foto resistente (por exemplo, uma camada de 

revestimento foto resistente 1506) sobre a primeira camada 

metálica. Em algumas implementações, o fornecimento 

seletivo da camada foto-resistente inclui a provisão de uma 

camada foto-resistente na primeira camada metálica e 

seletivamente remover porções da camada foto-resistente 

(que provê uma ou mais cavidades). 

[00171]  O método então fornece (em 1615) uma 

segunda camada metálica (por exemplo, segunda camada 
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metálica 1510) na cavidade da camada foto-resistente. Em 

algumas implementações, a segunda camada metálica é formada 

sobre uma porção exposta da primeira camada metálica. Em 

algumas implementações, a segunda camada metálica é provida 

pelo uso de um processo de deposição (por exemplo, processo 

de galvanização). 

[00172]  O método remove ainda (em 1620) a camada 

foto resistente. Diferentes implementações podem usar 

processos diferentes para a remoção da camada foto-

resistente. O método para seletivamente remover (em 1625) 

porções da primeira camada metálica. Em algumas 

implementações, uma ou mais porções da primeira camada 

metálica que não são cobertas pela segunda camada metálica 

são removidas. Em algumas implementações, qualquer primeira 

camada metálica remanescente e segunda camada metálica 

podem formar e/ou definir uma ou mais interconexões (por 

exemplo, traço, vias, elementos) em um dispositivo 

integrado e/ou um substrato. Em algumas implementações, o 

método mencionado acima pode ser repetido várias vezes para 

fornecer e/ou formar várias interconexões em uma ou mais 

camadas dielétricas de um dispositivo integrado e/ou 

substrato. 

Processo Damasceno Exemplar 

[00173]  A Figura 17 ilustra uma sequência para 

formar uma interconexão utilizando um processo damasceno 

para fornecer e/ou formar uma interconexão em uma camada 

dielétrica. Conforme mostrado na Figura 17, o estágio 1 

ilustra um estado de um dispositivo integrado depois de uma 

camada dielétrica 1702 é provido (por exemplo, formado). Em 

algumas implementações, a camada dielétrica 1702 é uma 
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camada inorgânica (por exemplo, película inorgânica). 

[00174]  O estágio 2 ilustra um estado de um 

dispositivo integrado após uma cavidade 1704 ser formada na 

camada dielétrica 1702. Diferentes implementações podem 

usar processos diferentes para prover a cavidade 1704 na 

camada dielétrica 1702. 

[00175]  O estágio 3 ilustra um estado de um 

dispositivo integrado após uma primeira camada metálica 

1706 ser provida na camada dielétrica 1702. Como mostrado 

no estágio 3, a primeira camada metálica 1706 provida em 

uma primeira superfície da camada dielétrica 1702. A 

primeira camada metálica 1706 é provida sobre a camada 

dielétrica 1702 de tal modo que a primeira camada metálica 

1706 assume o contorno da camada dielétrica 1702 incluindo 

o contorno da cavidade 1704. A primeira camada metálica 

1706 é uma camada de semente em algumas implementações. Em 

algumas implementações, a primeira camada metálica 1706 é 

provida utilizando um processo de deposição (por exemplo, 

deposição física de vapor (PVD), deposição Química de vapor 

(CVD) ou processo de galvanização). 

[00176]  O estágio 4 ilustra um estado do 

dispositivo integrado após uma segunda camada metálica 1708 

ser formada na cavidade 1704 e uma superfície da camada 

dielétrica 1702. Em algumas implementações, a segunda 

camada metálica 1708 é formada sobre uma porção exposta da 

primeira camada metálica 1706. Em algumas implementações, a 

segunda camada metálica 1708 é provida usando um processo 

de deposição (por exemplo, processo de galvanização). 

[00177]  O estágio 5 ilustra um estado do 

dispositivo integrado depois que as porções da segunda 
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camada metálica 1708 e partes da primeira camada metálica 

1706 são removidas. Diferentes implementações podem usar 

processos diferentes para a remoção da segunda camada 

metálica 1708 e da primeira camada metálica 1706. Em 

algumas implementações, uma planarização mecânica química 

(CMP) processo é usado para remover porções da segunda 

camada metálica 1708 e porções da primeira camada metálica 

1706. Como mostrado no estágio 5, a primeira camada 

metálica remanescente 1706 e a segunda camada metálica 1708 

podem formar e/ou definir uma interconexão 1712 (por 

exemplo, traço, vias, elementos) em um dispositivo 

integrado e/ou um substrato. Como mostrado no estágio 5, a 

interconexão 1712 é formada de tal maneira a partir que a 

primeira camada metálica 1706 é formada sobre a porção base 

e a porção lateral (s) da segunda camada metálica 1708. Em 

algumas implementações, a cavidade 1704 pode incluir uma 

combinação de trincheiras e/ou furos em dois níveis de 

dielétricos de modo que por meio e interconexões (por 

exemplo, traços metálicos) podem ser formados em uma única 

etapa de deposição, em algumas implementações, os processos 

acima mencionados podem ser repetidos várias vezes para 

prover e/ou formar várias interconexões em uma ou mais 

camadas dielétricas de um dispositivo integrado e/ou 

substrato. 

[00178]  A Figura 18 ilustra um fluxograma de um 

método 1800 para formar uma interconexão utilizando um 

processo damasceno para fornecer e/ou formar uma 

interconexão em uma camada dielétrica. O método provê (em 

1805) uma camada dielétrica (por exemplo, camada dielétrica 

1702). Em algumas implementações, a provisão de uma camada 

Petição 870190049839, de 28/05/2019, pág. 71/98



68/72 

 

dielétrica inclui a formação de uma camada dielétrica. Em 

algumas implementações, a provisão de uma camada dielétrica 

inclui receber uma camada dielétrica de um fornecedor. Em 

algumas implementações, a camada dielétrica é uma camada 

inorgânica (por exemplo, película inorgânica). 

[00179]  O método forma (em 1810) pelo menos uma 

cavidade (por exemplo, cavidade 1704) na camada dielétrica. 

Diferentes implementações podem usar processos diferentes 

para fornecer a cavidade na camada dielétrica. 

[00180]  O método provê (em 1815) uma primeira 

camada metálica (por exemplo, primeira camada metálica 

1706) sobre a camada dielétrica. Em algumas implementações, 

a primeira camada metálica é provida (por exemplo, formada) 

em uma primeira superfície do dielétrico posteriormente. Em 

algumas implementações, a primeira camada metálica é 

provida sobre a camada dielétrica de tal modo que a 

primeira camada metálica assume o contorno da camada 

dielétrica incluindo o contorno da cavidade. A primeira 

camada metálica é uma camada de semente em algumas 

implementações. Em algumas implementações, a primeira 

camada metálica 1706 é provida utilizando um processo de 

deposição (por exemplo, PVD, CVD ou processo de 

galvanização). 

[00181]  O método fornece (em 1820) uma segunda 

camada metálica (por exemplo, segunda camada metálica 1708) 

na cavidade e na superfície da camada dielétrica. Em 

algumas implementações, a segunda camada metálica é formada 

sobre uma porção exposta da primeira camada metálica. Em 

algumas implementações, a segunda camada metálica é provida 

pelo uso de um processo de deposição (por exemplo, processo 
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de galvanização). Em algumas implementações, a segunda 

camada metálica é similar ou idêntica à primeira camada 

metálica. Em algumas implementações, a segunda camada 

metálica é diferente da primeira camada metálica. 

[00182]  O método remove então (em 1825) porções 

da segunda camada metálica e porções da primeira camada 

metálica. Diferentes implementações podem usar processos 

diferentes para remover a segunda camada metálica e a 

primeira camada metálica. Em algumas implementações, uma 

planarização mecânica química (CMP) processo é usado para 

remover porções da segunda camada metálica e porções da 

primeira camada metálica. Em algumas implementações, a 

primeira camada metálica remanescente e a segunda camada 

metálica podem formar e/ou definir uma interconexão (por 

exemplo, interconexão 1712). Em algumas implementações, uma 

interconexão pode incluir um traço, uma via e/ou um 

elemento em um dispositivo integrado e/ou substrato. Em 

algumas implementações, a interconexão é formada de tal 

maneira que a primeira camada metálica é formada na porção 

base e na porção lateral (s) da segunda camada metálica. Em 

algumas implementações, o método mencionado acima pode ser 

repetido várias vezes para fornecer e/ou formar várias 

interconexões em uma ou mais camadas dielétricas de um 

dispositivo integrado e/ou substrato. 

Dispositivos Eletrônicos Exemplares 

[00183]  A Figura 19 ilustra vários dispositivos 

eletrônicos que podem ser integrados com qualquer um dos 

dispositivos integrados acima mencionados, dispositivo 

semicondutor, circuito integrado, pastilha, elemento de 

interposição, pacote ou pacote sobre pacote (PoP). Por 
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exemplo, um dispositivo de telefone móvel 1902, um 

dispositivo de computador laptop 1904, e um dispositivo 

terminal de localização fixa 1906 podem incluir um 

dispositivo integrado 1900 conforme descrito aqui. O 

dispositivo integrado 1900 pode ser, por exemplo, qualquer 

um dos circuitos integrados, pastilhas, pacotes, pacotes 

sobre pacotes descritos aqui. Os dispositivos 1902, 1904, 

1906 ilustrados na Figura 19 são meramente exemplares. 

Outros dispositivos eletrônicos também podem apresentar o 

dispositivo integrado 1900 incluindo, mas não limitado a, 

um grupo de dispositivos que inclui dispositivos móveis, 

unidades de sistemas de comunicação pessoal (PCS) 

portáteis, unidades de dados portáteis tais como 

assistentes digitais pessoais Dispositivos habilitados para 

sistema de posicionamento global (GPS), dispositivos de 

navegação, set top boxes, reprodutores de música, 

reprodutores de vídeo, unidades de entretenimento, unidades 

de dados de localização fixa tais como equipamento de 

leitura de medidor, dispositivos de comunicações, telefones 

inteligentes, computadores de mesa, computadores, 

dispositivos usáveis, terminais de localização fixa, um 

computador laptop, telefones móveis, ou qualquer outro 

dispositivo que armazena ou recupera dados ou instruções de 

computador, ou qualquer combinação dos mesmos. 

[00184]  Um ou mais dos componentes, 

características e/ou funções ilustradas nas Figuras 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13A-13C, 14, 15, 16, 17, 18 

e/ou 19 pode ser rearranjado e/ou combinado em um único 

componente, etapa, característica ou função ou incorporada 

em vários componentes, etapas ou funções. Elementos, 

Petição 870190049839, de 28/05/2019, pág. 74/98



71/72 

 

componentes, etapas e/ou funções adicionais também podem 

ser adicionados sem se afastar da descrição. Deve-se também 

notar que As Figuras 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

A-13C, 14, 15, 16, 17, 18 e/ou 19 e sua descrição 

correspondente na presente descrição não são limitadas a 

pastilhas e/ou ICs. Em algumas implementações, as Figuras 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13A-13C, 14, 15, 16, 

17, 18 e/ou 19 e sua descrição correspondente podem ser 

usadas para fabricar, criar, prover e/ou produzir 

dispositivos integrados. Em algumas implementações, um 

dispositivo pode incluir uma pastilha, um pacote de 

pastilha, um circuito integrado (IC), um dispositivo 

integrado, um pacote de dispositivo integrado, uma 

pastilha, dispositivo semicondutor, uma estrutura de pacote 

sobre pacote e/ou um elemento de interposição. 

[00185]  A palavra “exemplar” é usada aqui para 

significar “servindo como um exemplo, caso ou ilustração.” 

Qualquer implementação ou aspecto aqui descrito como 

“exemplar” não deve ser necessariamente considerado como 

preferido ou vantajoso em relação a outros aspectos da 

revelação. Da mesma forma, o termo “aspectos” não requer 

que todos os aspectos da revelação incluam a característica 

discutida, vantagem ou modo de operação. O termo “acoplado” 

é usado aqui para se referir ao acoplamento direto ou 

indireto entre dois objetos. Por exemplo, se o objeto A 

tocar fisicamente o objeto B, e o objeto B tocar o objeto 

C, então os objetos A e C podem ainda ser considerados como 

acoplados um ao outro - mesmo se eles não se tocarem 

diretamente entre si. 

[00186]  Além disso, observa-se que as 
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modalidades podem ser descritas como um processo que é 

representado como um fluxograma, um diagrama de fluxo, um 

diagrama de estrutura, ou um diagrama de bloco. Embora um 

fluxograma possa descrever as operações como um processo 

sequencial, muitas das operações podem ser realizadas em 

paralelo ou simultaneamente. Além disso, a ordem das 

operações pode ser reordenada. Um processo é terminado 

quando suas operações são completadas. 

[00187]  As várias características da descrição 

aqui descritas podem ser implementadas em diferentes 

sistemas sem se afastar da descrição. Deve ser observado 

que os aspectos precedentes da descrição são meramente 

exemplos e não devem ser interpretados como limitando a 

descrição. A descrição dos aspectos da presente descrição é 

pretendida para ser ilustrativa, e não para limitar o 

escopo das reivindicações. Como tal, os presentes 

ensinamentos podem ser aplicados facilmente a outros tipos 

de aparelhos e muitas alternativas, modificações e 

variações serão evidentes para aqueles versados na técnica. 
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REIVINDICAÇÕES 

1. Base de pacote de dispositivo integrado (600) 

caracterizada pelo fato de que compreende: 

uma porção de encapsulamento (210) compreendendo: 

     uma camada de encapsulamento (606); 

     uma ponte (602), pelo menos parcialmente 

embutida na camada de encapsulamento (606), configurada 

para fornecer um primeiro caminho elétrico para um primeiro 

sinal entre uma primeira pastilha (202) e uma segunda 

pastilha (204); e 

     uma primeira via (605), na camada de 

encapsulamento (606), acoplada à ponte, em que a primeira 

via (605) e a ponte (602) são configuradas para fornecer um 

segundo caminho elétrico para um segundo sinal para a 

primeira pastilha (202); e 

uma porção de redistribuição (604) acoplada à 

porção de encapsulamento (210), a porção de redistribuição 

(604) compreendendo: 

     pelo menos uma camada dielétrica (642); e 

     pelo menos uma interconexão (653), na pelo 

menos uma camada dielétrica (642), acoplada à primeira via 

(605); 

em que a ponte compreende: 

um substrato (402); 

uma camada dielétrica (404); 

um primeiro conjunto de interconexões configurado 

para fornecer o primeiro caminho elétrico para o primeiro 

sinal entre a primeira pastilha e a segunda pastilha; e 

uma via através de substrato (TSV) (408, 410, 

418, 420) atravessando pelo menos o substrato (402), a TSV 
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acoplada à primeira via, a TSV configurada para fornecer o 

segundo caminho elétrico para o segundo sinal para a 

primeira pastilha. 

2. Base de pacote de dispositivo integrado, de 

acordo com a reivindicação 1, caracterizada pelo fato de 

que o primeiro conjunto de interconexões compreende uma 

largura de cerca de 2 mícrons (µm) ou menos, e/ou um 

espaçamento de cerca de 2 mícrons (µm) ou menos. 

3. Base de pacote de dispositivo integrado, de 

acordo com a reivindicação 1, caracterizada pelo fato de 

que o primeiro conjunto de interconexões compreende: 

um conjunto de vias; e 

um conjunto de traços acoplados ao conjunto de 

vias. 

4. Base de pacote de dispositivo integrado, de 

acordo com a reivindicação 1, caracterizada pelo fato de 

que a TSV (408, 410, 418, 420) atravessa o substrato (402) 

e a camada dielétrica (404) da ponte. 

5. Base de pacote de dispositivo integrado, de 

acordo com a reivindicação 1, caracterizada pelo fato de 

que a primeira via tem uma seção transversal de perfil que 

compreende uma forma em V ou uma forma em U (805). 

6. Base de pacote de dispositivo integrado de 

acordo com a reivindicação 1, caracterizada pelo fato de 

que o segundo sinal é pelo menos um entre um sinal de 

energia e/ou um sinal de referência terra. 

7. Base de pacote de dispositivo integrado, de 

acordo com a reivindicação 1, caracterizada pelo fato de 

que a camada de encapsulamento é um material litográfico. 

8. Base de pacote de dispositivo integrado, de 
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acordo com a reivindicação 1, caracterizada pelo fato de 

que a camada de encapsulamento é pelo menos um dentre um 

molde e/ou um enchimento de epóxi. 

9. Base de pacote de dispositivo integrado de 

acordo com a reivindicação 1, caracterizada pelo fato de 

que a base de pacote de dispositivo integrado é incorporada 

em um dispositivo selecionado a partir do grupo consistindo  

um reprodutor de música, um reprodutor de vídeo, uma 

unidade de entretenimento, um dispositivo de navegação, um 

dispositivo de comunicação, um dispositivo móvel, um 

telefone móvel, um telefone inteligente, um assistente 

digital pessoal, um terminal de localização fixa, um 

computador tablet, um computador, um dispositivo vestível, 

e um computador laptop. 

 

Petição 870220076830, de 25/08/2022, pág. 10/13



1/17

(TÉCNICA ANTERIOR) 
FIG. 1

100

106

108
Placa de Circuitos Impressos 

(PCB)

102 104

112 114

116

110

Petição 870190049839, de 28/05/2019, pág. 81/98



2/17

FIG. 2

204202

262 266

210

205
Placa de Circuitos Impressos 

(PCB)

200

260 206

208

284

201

282

264

220
240

268

280

FIG. 3

300

206

308
301

204202

205
Placa de Circuitos Impressos 

(PCB)

262 266

210

264

220
240

268260

284 382 280

Petição 870190049839, de 28/05/2019, pág. 82/98



3/17

FIG. 4

402 Substrato

408 410

210

FIG. 5

W

S

404

404

406

406 410408

210

VISTA DE PERFIL 

VISTA PLANA

418 420

420418

Petição 870190049839, de 28/05/2019, pág. 83/98



4/17

FIG. 6

604

608

606
210 600

603

611

643 644

615

642 653
648

602

404

402
605

406

613
418 410

FIG. 7

704

608

606603

611

745743 644642 755753648

602
210 700

615

404

402
605

406

613
418 410

Petição 870190049839, de 28/05/2019, pág. 84/98



5/17

FIG. 8

804

608

606

611

843 855
853

845
848

802
210 800

404

402 406

418
615

410613

844

803

805

840840 840

FIG. 9

904

608

606803

611

945
943 844

840

953848

802
210 900

615

404

402

805

406

613
418 410

947 957
955

840 840

Petição 870190049839, de 28/05/2019, pág. 85/98



6/17

FI
G

. 1
0

6
0

0
2

1
0

1
0

0
2

1
0

0
4

1
0

5
0

1
0

0
0

1
0

2
0

1
0

2
2

1
0

2
4

6
1

3

1
0

4
0

1
0

4
4

6
2

3

1
0

4
2

Petição 870190049839, de 28/05/2019, pág. 86/98



7/17

FIG. 11

6

4

5

1102 Substrato1

1102 Substrato

1109a

1102 Substrato

1106

1102 Substrato

1109b

1108

1108

1102 Substrato
7

1112a 1112b

1102 Substrato2

1102 Substrato3

1103a

1104a 1104b

1106

1108

1103b

1104a 1104b

1111a 1111a

1114a 1114b

1310

Petição 870190049839, de 28/05/2019, pág. 87/98



8/17

FIG. 12
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